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(57) Zusammenfassung: Ein Geréat zur Abscheidung orga-
nischer Schichten (1), ein Verfahren zum Fertigen einer
Vorrichtung mit organischer lichtemittierender Anzeige un-
ter Verwendung desselben und ein unter Verwendung des
Verfahrens gefertigte Vorrichtung mit organischer lichtemit-
tierender Anzeige, und insbesondere ein Gerat zur Abschei-
dung organischer Schichten (1), das zur Verwendung in der
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ne hochauflésende Strukturierung ermdglicht, ein Verfahren
zum Fertigen einer Vorrichtung mit organischer lichtemittie-
render Anzeige unter Verwendung desselben und eine unter
Verwendung des Verfahrens gefertigte Vorrichtung mit orga-
nischer lichtemittierender Anzeige.
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Beschreibung
Hintergrund
1. Gebiet

[0001] Aspekte der vorliegenden Erfindung bezie-
hen sich auf ein Gerét zur Abscheidung organischer
Schichten, ein Verfahren zum Fertigen einer Vorrich-
tung mit organischer lichtemittierender Anzeige un-
ter Verwendung desselben und eine unter Verwen-
dung des Verfahrens gefertigte Vorrichtung mit orga-
nischer lichtemittierender Anzeige.

2. Einschlagiger Stand der Technik

[0002] Vorrichtungen mit organischer lichtemittie-
render Anzeige haben gréRere Betrachtungswin-
kel, bessere Kontrasteigenschaften und héhere An-
sprechgeschwindigkeiten als andere Anzeigevorrich-
tungen und sind daher als Anzeigevorrichtung der
nachsten Generation von Interesse.

[0003] Eine Vorrichtung mit organischer lichtemittie-
render Anzeige umfasst Zwischenschichten (umfas-
send eine Emissionsschicht), die zwischen einer ers-
ten Elektrode und einer zweiten Elektrode angeord-
net sind. Die Elektroden und die Zwischenschich-
ten kénnen unter Verwendung verschiedener Verfah-
ren, darunter ein unabhangiges Abscheidungsverfah-
ren, ausgebildet sein. Bei der Fertigung einer Vor-
richtung mit organischer lichtemittierender Anzeige
unter Verwendung des Abscheidungsverfahrens wird
eine Feinmetallmaske (FMM) mit derselben Struktu-
rierung wie der einer auszubildenden organischen
Schicht so angeordnet, dass sie in engem Kontakt mit
einem Substrat steht, auf dem die organische Schicht
und dergleichen ausgebildet werden, und ein organi-
sches Schichtmaterial wird auf der FMM abgeschie-
den, um die organische Schicht mit der gewtinschten
Strukturierung auszubilden.

[0004] Das Abscheidungsverfahren unter Verwen-
dung einer solchen FMM bereitet allerdings bei der
Fertigung gréRerer Vorrichtungen mit organischer
lichtemittierender Anzeige unter Verwendung eines
grofRen Mutterglases Schwierigkeiten. Wird beispiels-
weise eine solche grofle Maske verwendet, kann
sich die Maske aufgrund der Eigengravitation krim-
men und dadurch eine Strukturierung verzerren. Die-
se Mangel sind der aktuellen Entwicklung in Richtung
hochauflésender Strukturierungen nicht zutraglich.

[0005] Dartber hinaus sind Vorgénge des Ausrich-
tens eines Substrats und einer FMM, um miteinander
in engem Kontakt zu stehen, des Abscheidens dar-
auf und des Trennens der FMM vom Substrat zeitauf-
wandig und fuhren zu langen Fertigungszeiten und
geringer Produktionseffizienz.
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[0006] Die in diesem Abschnitt zum Hintergrund ge-
nannten Informationen waren den Erfindern der vor-
liegenden Erfindung bereits vor deren Vollendung be-
kannt oder sind technische Informationen, die im Zu-
ge der Vollendung der vorliegenden Erfindung erwor-
ben wurden. Sie kénnen daher Informationen enthal-
ten, die nicht zu dem in diesem Land einem Fach-
mann bekannten Stand der Technik gehdren.

Zusammenfassung

[0007] Um die Mangel des Abscheidungsverfahrens
unter Verwendung einer Feinmetallmaske (FMM)
und/oder andere Probleme zu tGberwinden, zielen As-
pekte der vorliegenden Erfindung auf Gerate zur Ab-
scheidung organischer Schichten, die zur Verwen-
dung in der Massenfertigung eines grof3en Substrats
geeignet sind und eine hochauflésende Strukturie-
rung ermdglichen, auf Verfahren zum Fertigen von
Vorrichtungen mit organischer lichtemittierender An-
zeige unter Verwendung derselben und auf unter Ver-
wendung der Verfahren gefertigte Vorrichtungen mit
organischer lichtemittierender Anzeige ab.

[0008] Gemal einer Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Erfindung wird ein Gerat zur Abscheidung organi-
scher Schichten bereitgestellt, umfassend: eine For-
dereinheit, umfassend eine Transfereinheit, an der
ein Substrat befestigt ist und die so ausgebildet ist,
dass sie sich mit dem Substrat bewegt, eine erste
Fordereinheit, welche die Transfereinheit, an der das
Substrat befestigt ist, in eine erste Richtung bewegt,
und eine zweite Fdrdereinheit, welche die Transfer-
einheit, von der das Substrat nach Abschluss der Ab-
scheidung getrennt wurde, in eine zur ersten Rich-
tung entgegengesetzten zweiten Richtung bewegt;
eine Ladeeinheit zum Befestigen des Substrats an
der Transfereinheit; eine Abscheidungseinheit, um-
fassend eine Kammer, die in einem Vakuumzustand
gehalten wird, und zumindest eine Baugruppe zur
Abscheidung organischer Schichten zum Abschei-
den einer organischen Schicht auf dem Substrat, das
an der Transfereinheit befestigt ist, die aus der La-
deeinheit transferiert wird; und eine Entladeeinheit
zum Trennen des Substrats, auf dem die Abschei-
dung wahrend des Passierens der Abscheidungsein-
heit abgeschlossen wurde, von der Transfereinheit,
wobei die Transfereinheit ausgebildet ist, um sich
zyklisch zwischen der ersten Fordereinheit und der
zweiten Férdereinheit zu bewegen, und wobei das
an der Transfereinheit befestigte Substrat mit einem
eingestellten Abstand von der zumindest einen Bau-
gruppe zur Abscheidung organischer Schichten be-
abstandet ist, wéhrend es von der ersten Forderein-
heit transferiert wird.

[0009] Wenn die erste Fordereinheit und die zwei-
te Fordereinheit die Abscheidungseinheit passieren,
konnen die erste Fordereinheit und die zweite Férde-
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reinheit jeweils Uber- bzw. untereinander parallel zu-
einander angeordnet sein.

[0010] Eine Mehrzahl der Abscheidungseinheiten
kann parallel zueinander angeordnet sein, zwi-
schen zwei benachbarten Abscheidungseinheiten
der Mehrzahl von Abscheidungseinheiten kann ei-
ne Strukturierungsschlitzblattaustauscheinheit ange-
ordnet sein und ein Strukturierungsschlitzblatt zwei-
er benachbarter Abscheidungseinheiten kann in die
eine Strukturierungsschlitzblattaustauscheinheit ein-
geflihrt und aus dieser herausgefiihrt werden.

[0011] Die erste Foérdereinheit kann die Transfer-
einheit sequenziell in die Ladeeinheit, die Abschei-
dungseinheit und die Entladeeinheit bewegen.

[0012] Die zweite Fordereinheit kann die Transfer-
einheit sequenziell in die Entladeeinheit, die Abschei-
dungseinheit und die Ladeeinheit bewegen.

[0013] Die zumindest eine Baugruppe zur Abschei-
dung organischer Schichten kann Folgendes um-
fassen: eine Abscheidungsquelle zum Abgeben ei-
nes Abscheidungsmaterials; eine Abscheidungsquel-
lenduseneinheit, die auf einer Seite der Abschei-
dungsquelle angeordnet ist und eine Mehrzahl von
Abscheidungsquellendiisen umfasst; und ein Struk-
turierungsschlitzblatt, das der Abscheidungsquel-
lendliseneinheit zugewandt ist und eine Mehrzahl
von Strukturierungsschlitzen umfasst, die entlang ei-
ner Richtung angeordnet sind, wobei das von der Ab-
scheidungsquelle abgegebene Abscheidungsmateri-
al das Strukturierungsschlitzblatt passieren kann, um
in einer bestimmten Strukturierung auf dem Substrat
abgeschieden zu werden.

[0014] Das Strukturierungsschlitzblatt der zumin-
dest einen Baugruppe zur Abscheidung organischer
Schichten kann zumindest in der ersten Richtung
und/oder in einer rechtwinklig zur ersten Richtung
verlaufenden zweiten Richtung kleiner als das Sub-
strat ausgebildet sein.

[0015] Das Gerat zur Abscheidung organischer
Schichten kann eine Mehrzahl der Baugruppen zur
Abscheidung organischer Schichten umfassen, und
jeweilige Abscheidungsquellen der Mehrzahl von
Baugruppen zur Abscheidung organischer Schich-
ten kdnnen unterschiedliche Abscheidungsmateriali-
en umfassen.

[0016] Wahrend das Substrat relativzu dem das Ge-
rat zur Abscheidung organischer Schichten bewegt
wird, kdnnen jeweilige Abscheidungsmaterialien der
zumindest einen Baugruppe zur Abscheidung orga-
nischer Schichten sequenziell auf dem Substrat ab-
geschieden werden.

2013.12.24

[0017] Das Gerat zur Abscheidung organischer
Schichten und das Substrat kénnen entlang einer Fla-
che, die parallel zu einer Fl&che des Substrats ist, auf
dem das Abscheidungsmaterial abgeschieden wird,
in relativ zueinander bewegt werden.

[0018] Die Transfereinheit kann einen Trager, der
von der ersten Fordereinheit und der zweiten Forde-
reinheit bewegt wird, und eine elektrostatische Ein-
spannvorrichtung, die fest mit dem Trager verbunden
ist, um das Substrat zu befestigen, umfassen.

[0019] An einer Flache des Tragers kann eine Ma-
gnetschiene ausgebildet sein, jede der ersten For-
dereinheit und der zweiten Férdereinheit kann eine
Mehrzahl von Spulen umfassen, wobei die Magnet-
schiene und die. Mehrzahl von Spulen miteinander
kombiniert werden, um eine Betriebseinheit zum Ge-
nerieren einer Antriebskraft zum Bewegen der Trans-
fereinheit zu bilden.

[0020] Die erste Foérdereinheit kann Fihrungsele-
mente, die jeweils eine Aufnahmenut umfassen, wo-
bei die jeweiligen Aufnahmenuten beide Seiten der
Transfereinheit aufnehmen, um die Transfereinheit
so zu flhren, dass sie sich in die erste Richtung be-
wegt; und ein Magnetlager zum Lagern der Transfer-
einheit relativ zu den Aufnahmenuten, um die Trans-
fereinheit zu bewegen, ohne dass sie mit den Aufnah-
menuten in Kontakt kommt, umfassen.

[0021] Das Magnetlager kann seitliche Magnetlager,
die an beiden Seitenflachen der Tréger angeordnet
sind, und obere Magnetlager, die Uber dem Trager
angeordnet sind, umfassen.

[0022] Die erste Fordereinheit kann ferner einen
Spaltsensor umfassen, der einen Abstand zwischen
dem Fuhrungselement und dem Tréager misst.

[0023] Die Mehrzahl von Spulen kann in einem At-
mospharenkasten (ATM-Kasten) ausgebildet sein.

[0024] Der ATM-Kasten kann durch Faltenbalge mit
der Kammer verbunden sein.

[0025] An beiden Seitenflachen des Trager kann zu-
mindest ein Nockensté3el angeordnet sein, die zwei-
te Fordereinheit kann eine Rollenfiihrung umfassen,
um den zumindest einen NockenstéRel zu tragen,
wobei der zumindest eine NockenstéRRel des Tragers
entlang der Rollenfiihrung bewegt wird.

[0026] Im Trager ist ein Modul zur berihrungslo-
sen Energieversorgung (Contactleses Power Supply,
CPS) angeordnet und in einem Abschnitt der zwei-
ten Fordereinheit, der dem CPS-Modul entspricht, ist
eine Ladespur ausgebildet, wobei, wenn der Trager
in die zweite Fordereinheit transferiert wird, zwischen
der Ladespur und dem CPS-Modul ein Magnetfeld
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ausgebildet wird, um dem CPS-Modul in einer berih-
rungsfreien Weise Energie bereitzustellen.

[0027] Die Kammer kann ferner ein oberes Gehau-
se, das die erste Fordereinheit und die zumindest ei-
ne Baugruppe zur Abscheidung organischer Schich-
ten aufnimmt, und ein unteres Gehause, das die
zweite Fordereinheit aufnimmt, umfassen.

[0028] Im oberen Gehause kdnnen die Abschei-
dungsquelle und eine Abscheidungsquellendiise
ausgebildet sein, wobei eine erste Stufe zum Trans-
ferieren des Strukturierungsschlitzblatts in die erste
Richtung und in eine rechtwinklig zur ersten Rich-
tung verlaufende zweite Richtung, eine zweite Stu-
fe zum Transferieren des Strukturierungsschlitzblatts
in eine jeweils rechtwinklig zur ersten und zweiten
Richtung verlaufenden Richtung transferiert, und das
Strukturierungsschlitzblatt sequenziell auf der Ab-
scheidungsquelle und der Abscheidungsquellendiise
gestapelt sind.

[0029] Das Strukturierungsschlitzblatt und das Sub-
strat kbnnen durch die Bewegung der ersten Stufe
und der zweiten Stufe zueinander ausgerichtet wer-
den.

[0030] Das Gerat zur Abscheidung organischer
Schichten kann ferner ein Abschirmelement umfas-
sen, das zwischen der Abscheidungsquelle und dem
Strukturierungsschlitzblatt angeordnet ist, wobei sich
das Abschirmelement mit dem Substrat bewegt, um
zumindest einen Abschnitt des Substrats abzuschir-
men.

[0031] Das Abschirmelement kann ausgebildet sein,
um einen nichtschichtbildenden Bereich des Sub-
strats abzuschirmen.

[0032] Das Strukturierungsschlitzblatt kann eine ers-
te Ausrichtungsmarkierung umfassen, das Substrat
kann eine zweite Ausrichtungsmarkierung umfassen,
und die Abscheidungseinheit kann ferner eine Ka-
mera umfassen, welche die erste Ausrichtungsmar-
kierung und die zweite Ausrichtungsmarkierung auf-
nimmt, um eine relative Position des Substrats relativ
zum Strukturierungsschlitzblatt zu ermitteln.

[0033] Die Abscheidungseinheit kann ferner einen
Sensor zum Messen eines Abstands zwischen dem
Substrat und dem Strukturierungsschlitzblatt umfas-
sen und der Sensor kann am Substrat angeordnet
sein und eine Flache des Substrats sowie eine Fla-
che des Strukturierungsschlitzblatts erfassen, um ei-
nen Abstand zwischen dem Substrat und dem Struk-
turierungsschlitzblatt zu messen.

[0034] Der Sensor kann ein konfokaler Sensor sein.

2013.12.24

[0035] Gemal einer weiteren Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Ferti-
gen einer Vorrichtung mit organischer lichtemittieren-
der Anzeige unter Verwendung eines Geréts zur Ab-
scheidung organischer Schichten zum Ausbilden ei-
ner organische Schicht auf einem Substrat bereitge-
stellt, umfassend folgende Schritte: Befestigen des
Substrats an einer Transfereinheit in einer Ladeein-
heit; Beférdern der Transfereinheit, an der das Sub-
strat befestigt ist, in eine Kammer unter Verwendung
einer ersten Fordereinheit, die installiert ist, um die
Kammer zu passieren; Ausbilden einer organischen
Schicht durch Abscheiden eines Abscheidungsmate-
rials, das von einer Baugruppe zur Abscheidung or-
ganischer Schichten abgegeben wird, auf dem Sub-
strat, wahrend das Substrat relativ zu der Baugruppe
zur Abscheidung organischer Schichten bewegt wird,
wobei die Baugruppe zur Abscheidung organischer
Schichten in der Kammer mit einem vorgegebenen
Abstand vom Substrat beabstandet ist; Trennen des
Substrats, auf dem das Abscheiden abgeschlossen
wurde, von der Transfereinheit in einer Entladeein-
heit; und Befordern der Transfereinheit, von der das
Substrat getrennt wurde, zur Ladeeinheit unter Ver-
wendung einer zweiten Fordereinheit, die installiert
ist, um die Kammer zu passieren.

[0036] Die Kammer kann eine Mehrzahl der Bau-
gruppen zur Abscheidung organischer Schichten um-
fassen, und die Abscheidung kann sequenziell unter
Verwendung jeder der Mehrzahl von Baugruppen zur
Abscheidung organischer Schichten auf dem Sub-
strat ausgefiihrt werden.

[0037] Die Transfereinheit kann zyklisch zwischen
der ersten Fordereinheit und der zweiten Forderein-
heit bewegt werden.

[0038] Die erste Fordereinheit und die zweite Foérde-
reinheit kdnnen jeweils Uber- bzw. untereinander par-
allel zueinander angeordnet sein.

[0039] Die Transfereinheit kann in die Kammer
transferiert werden, ohne mit der ersten Férdereinheit
in Kontakt zu kommen.

[0040] Das Gerat zur Abscheidung organischer
Schichten kann eine Mehrzahl der Baugruppen zur
Abscheidung organischer Schichten umfassen, die
unterschiedliche Abscheidungsmaterialien abgeben.

[0041] Das Ausbilden kann das gleichzeitige Ab-
scheiden jeweiliger Abscheidungsmaterialien, die
von einer Mehrzahl der Baugruppen zur Abscheidung
organischer Schichten abgegeben werden, auf dem
Substrat umfassen.

[0042] Die Baugruppe zur Abscheidung organischer
Schichten kann Folgendes umfassen: eine Abschei-
dungsquelle zum Abgeben eines Abscheidungsma-
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terials; eine Abscheidungsquellendiiseneinheit, die
auf einer Seite der Abscheidungsquelle angeord-
net ist und eine Mehrzahl von Abscheidungsquel-
lendisen umfasst; und ein Strukturierungsschlitz-
blatt, das der Abscheidungsquellendiiseneinheit zu-
gewandt ist und eine Mehrzahl von Strukturierungs-
schlitzen umfasst, die entlang einer rechtwinklig zur
ersten Richtung verlaufenden zweiten Richtung an-
geordnet sind, wobei das von der Abscheidungs-
quelle abgegebene Abscheidungsmaterial das Struk-
turierungsschlitzblatt passieren kann, um in einer
bestimmten Strukturierung auf dem Substrat abge-
schieden zu werden.

[0043] Das Strukturierungsschlitzblatt der Baugrup-
pe zur Abscheidung organischer Schichten kann zu-
mindest in der ersten Richtung und/oder in einer
rechtwinklig zur ersten Richtung verlaufenden zwei-
ten Richtung kleiner als das Substrat ausgebildet
sein.

[0044] Gemal einer weiteren Ausfihrungsform der
vorliegenden Erfindung wird eine Vorrichtung mit or-
ganischer lichtemittierender Anzeige bereitgestellt,
die Folgendes umfasst: ein Substrat; zumindest ei-
nen Dunnschichttransistor, der auf dem Substrat an-
geordnet ist und eine aktive Halbleiterschicht, eine
von der aktiven Halbleiterschicht isolierte Gate-Elek-
trode sowie Source- und Drain-Elektroden, die je-
weils mit der aktiven Halbleiterschicht in Kontakt ste-
hen, umfasst; eine Mehrzahl von Pixelelektroden, die
auf dem zumindest einen Dinnschichttransistor an-
geordnet sind; eine Mehrzahl organischer Schich-
ten, die auf der Mehrzahl von Pixelelektroden ange-
ordnet sind; und eine Gegenelektrode, die auf der
Mehrzahl organischer Schichten angeordnet ist, wo-
bei eine Lénge einer Hypotenuse zumindest einer der
Mehrzahl von auf dem Substrat ausgebildeten orga-
nischen Schichten, die weiter von einer Mitte des Ab-
scheidungsbereichs entferntist, groRRer ist als Langen
von Hypotenusen anderer organischer Schichten, die
nah zur Mitte des Abscheidungsbereichs angeordnet
sind, und wobei die zumindest eine der Mehrzahl von
auf dem Substrat ausgebildeten organische Schich-
ten eine linear strukturierte organische Schicht ist,
die unter Verwendung des vorstehend beschriebe-
nen Gerats zur Abscheidung organischer Schichten
ausgebildet wurde.

[0045] Das Substrat kann eine Grofle von 40 Inch
oder mehr aufweisen.

[0046] Die Mehrzahl organischer Schichten kann zu-
mindest eine Emissionsschicht umfassen.

[0047] Die Mehrzahl organischer Schichten kann ei-
ne uneinheitliche Dicke aufweisen.

[0048] Bei jeder der organischen Schichten, die von
der Mitte des Abscheidungsbereichs weiter entfernt
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ausgebildet sind, kann eine Hypotenuse, die weiter
von der Mitte des Abscheidungsbereichs entfernt ist,
gréler als die andere Hypotenuse sein.

[0049] Bei einer Ausfuihrungsform ist, je weiter ei-
ne aus der Mehrzahl von im Abscheidungsbereich
ausgebildeten organischen Schichten von der Mitte
des Abscheidungsbereichs entfernt ist, ein Uberlap-
pungsbereich zweier Seiten der einen aus der Mehr-
zahl organischer Schichten umso enger ausgebildet.

[0050] Hypotenusen der organischen Schicht, die
an der Mitte des Abscheidungsbereichs angeordnet
sind, kénnen im Wesentlichen dieselbe Lange auf-
weisen.

[0051] Die Mehrzahl organischer Schichten, die im
Abscheidungsbereich angeordnet sind, kann bezig-
lich der Mitte des Abscheidungsbereichs symme-
trisch angeordnet sein.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0052] Die vorstehend genannten und sonstigen Ei-
genschaften und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden durch die detaillierte Beschreibung erfin-
dungsgemaler Ausflhrungsbeispiele unter Bezug-
nahme auf die beigefligten Zeichnungen genauer
verdeutlicht. Es zeigen:

[0053] Fig. 1 eine schematische Draufsicht, die ei-
nen Aufbau eines Gerats zur Abscheidung organi-
scher Schichten gemaR einer Ausfihrungsform der
vorliegenden Erfindung darstellt;

[0054] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht einer
Abscheidungseinheit des Gerats zur Abscheidung or-
ganischer Schichten aus Fig. 1 gemaR einer Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0055] Fig. 3 eine schematische Perspektivansicht
der Abscheidungseinheit des Gerats zur Abschei-
dung organischer Schichten aus Fig. 1 gemal einer
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0056] Fig. 4 eine schematische Querschnittsan-
sicht der Abscheidungseinheit aus Fig. 3 gemaR ei-
ner Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0057] Fig. 5 eine Perspektivansicht einer Abschei-
dungsquelle der Abscheidungseinheit aus Fig. 3 ge-
mal einer Ausfliihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0058] Fig. 6 eine Perspektivansicht einer Abschei-
dungsquelle der Abscheidungseinheit aus Fig. 3 ge-
maf einer weiteren Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Erfindung;
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[0059] Fig. 7 eine Perspektivansicht, die insbeson-
dere einen Trager einer Transfereinheit der Abschei-
dungseinheit aus Fig. 3 gemal einer Ausfuhrungs-
form der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0060] Fig. 8 eine Querschnittsansicht, die insbe-
sondere eine erste Fordereinheit und die Transfer-
einheit der Abscheidungseinheit aus Fig. 3 geman
einer Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung
darstellt;

[0061] Fig. 9 ein Diagramm, das einen Aufbau ge-
malR einer Ausfihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung darstellt, bei dem Spulen der Abscheidungsein-
heit aus Fig. 3 in einem Atmospharenkasten (ATM-
Kasten) ausgebildet sind;

[0062] Fig. 10 ein Diagramm, das einen Aufbau ge-
malR einer Ausfihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung darstellt, bei dem Strukturierungsschlitze in glei-
chen Abstanden in einem Strukturierungsschlitzblatt
des Geréats zur Abscheidung organischer Schichten,
das die Abscheidungseinheit aus Fig. 3 umfasst, an-
geordnet sind;

[0063] Fig. 11 ein Diagramm, das organische
Schichten gemal einer Ausfiihrungsform der vorlie-
genden Erfindung darstellt, die unter Verwendung
des Strukturierungsschlitzblatts aus Fig. 10 auf ei-
nem Substrat ausgebildet wurden; und

[0064] Fig. 12 eine Querschnittsansicht einer Vor-
richtung mit organischer lichtemittierender Anzeige
vom Aktivmatrixtyp gemaf einer Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung, die unter Verwendung
des Gerats zur Abscheidung organischer Schichten
gefertigt wurde.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0065] Im Folgenden wird auf die vorliegenden Aus-
fihrungsformen der vorliegenden Erfindung, deren
Beispiele in den beigefligten Zeichnungen dargestellt
sind, genauer Bezug genommen, wobei sich glei-
che Bezugszeichen stets auf gleiche Bauteile bezie-
hen. Die Ausfiihrungsformen werden nachstehend
beschrieben, um Aspekte der vorliegenden Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die Figuren zu erlau-
tern. Wenn Ausdriicke, wie ,zumindest eine(r) von”
einer Aufzahlung von Elementen voranstehen, bezie-
hen sie sich auf die gesamte Liste und nicht nur auf
einzelne Elemente der Aufzahlung.

[0066] Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht, die
einen Aufbau eines Gerats zur Abscheidung orga-
nischer Schichten 1 gemal einer Ausfihrungsform
der vorliegenden Erfindung darstellt. Fig. 2 zeigt ei-
ne schematische Seitenansicht einer Abscheidungs-
einheit 100 des Gerats zur Abscheidung organischer
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Schichten 1 aus Fig. 1 gemaR einer Ausfihrungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0067] Wie Fig. 1 und Fig. 2 zu enthehmen ist, um-
fasst das Gerat zur Abscheidung organischer Schich-
ten 1 die Abscheidungseinheit 100, eine Ladeeinheit
200, eine Entladeeinheit 300 und eine Fordereinheit
400.

[0068] Die Ladeeinheit 200 kann ein erstes Gestell
212, eine Transportkammer 214, eine erste Umkehr-
kammer 218 und eine Pufferkammer 219 umfassen.

[0069] Eine Mehrzahl von Substraten 2, auf die ein
Abscheidungsmaterial noch nicht aufgebracht wurde,
wird auf dem ersten Gestell 212 gestapelt. Ein in der
Transportkammer 214 enthaltener Transportroboter
nimmt eines der Substrate 2 aus dem ersten Gestell
212, ordnet es auf einer Transfereinheit 430, die von
einer zweiten Fordereinheit 420 transferiert wurde, an
und bewegt die Transfereinheit 430, auf der das Sub-
strat 2 angeordnet ist, in die erste Umkehrkammer
218.

[0070] Die erste Umkehrkammer 218 ist benachbart
zur Transportkammer 214 angeordnet. Die erste Um-
kehrkammer 218 umfasst einen ersten Umkehrrobo-
ter, der die Transfereinheit 430 umkehrt und anschlie-
Rend auf eine erste Fordereinheit 410 der Abschei-
dungseinheit 100 1adt.

[0071] Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, setzt der Trans-
portroboter der Transportkammer 214 eines der Sub-
strate 2 auf eine obere Flache der Transfereinheit
430, und die Transfereinheit 430, auf der das Sub-
strat 2 angeordnet ist, wird anschlieend in die erste
Umkehrkammer 218 transferiert. Der erste Umkehr-
roboter der ersten Umkehrkammer 218 kehrt die ers-
te Umkehrkammer 218 um, so dass das Substrat 2 in
der Abscheidungseinheit 100 umgedreht angeordnet
ist.

[0072] Die Entladeeinheit 300 ist ausgestaltet, um in
einer zur vorstehend beschriebenen Ladeeinheit 200
umgekehrten Weise zu funktionieren. Insbesondere
kehrt ein zweiter Umkehrroboter in einer zweiten Um-
kehrkammer 328 die Transfereinheit 430, welche die
Abscheidungseinheit 100 passiert hat, um, wahrend
das Substrat 2 auf der Transfereinheit 430 angeord-
net ist, und bewegt die Transfereinheit 430, auf der
das Substrat 2 angeordnet ist, anschlieRend in eine
AusstolRkammer 324. AnschlieRend nimmt ein Aus-
stolRroboter die Transfereinheit 430, auf der das Sub-
strat 2 angeordnet ist, aus der Ausstollkammer 324
heraus, trennt das Substrat 2 von der Transferein-
heit 430 und ladt anschlieRend das Substrat 2 auf ein
zweites Gestell 322. Die vom Substrat 2 getrennte
Transfereinheit 430 wird Gber die zweite Forderein-
heit 420 zur Ladeeinheit 200 zurtckgefuhrt.
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[0073] Die vorliegende Erfindung ist allerdings nicht
auf das vorstehend beschriebene Beispiel be-
schrankt. Beim Anordnen des Substrats 2 auf der
Transfereinheit 430 kann beispielsweise das Sub-
strat 2 auf einer Bodenflache der Transfereinheit 430
befestigt werden und anschlieend in die Abschei-
dungseinheit 100 bewegt werden. Bei einer solchen
Ausfuhrungsform kdnnen beispielsweise der erste
Umkehrroboter der ersten Umkehrkammer 218 und
der zweite Umkehrroboter der zweiten Umkehrkam-
mer 328 entfallen.

[0074] Die Abscheidungseinheit 100 kann zumin-
dest eine Abscheidekammer enthalten. Bei einer
Ausfuihrungsform umfasst die Abscheidungseinheit
100, wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, eine Kammer
101, in der eine Mehrzahl von Baugruppen zur Ab-
scheidung organischer Schichten (100-1) (100-2)...
(100-n) angeordnet sein kann. Wie Fig. 1 zu entneh-
men ist, sind 11 Baugruppen zur Abscheidung orga-
nischer Schichten, d. h. eine erste Baugruppe zur Ab-
scheidung organischer Schichten (100-1), eine zwei-
te Baugruppe zur Abscheidung organischer Schich-
ten (100-2),... und eine elfte Baugruppe zur Abschei-
dung organischer Schichten (100-11) in der Kammer
101 angeordnet, wobei die Anzahl von Baugruppen
zur Abscheidung organischer Schichten in Abhan-
gigkeit vom gewiinschten Abscheidungsmaterial und
von den Abscheidungsbedingungen variieren kann.
Die Kammer 101 wird wahrend des Abscheidevor-
gangs unter Vakuum gehalten.

[0075] In diesem Zusammenhang kdnnen einige
der 11 Baugruppen zur Abscheidung organischer
Schichten fir die Abscheidung zum Ausbilden einer
allgemeinen Schicht genutzt werden und die verblei-
benden der 11 Baugruppen zur Abscheidung orga-
nischer Schichten kénnen fir die Abscheidung zum
Auszubilden einer Strukturschicht verwendet wer-
den. Bei dieser Ausflihrungsform brauchen die Bau-
gruppen zur Abscheidung organischer Schichten, die
fur die Abscheidung zum Ausbilden einer allgemei-
nen Schicht genutzt werden, kein Strukturierungs-
schlitzblatt 130 zu umfassen (s. Fig. 3). Gemal ei-
ner Ausfiihrungsform kdnnen die 11 Baugruppen zur
Abscheidung organischer Schichten so ausgestaltet
sein, dass die erste Baugruppe zur Abscheidung or-
ganischer Schichten 100-1 eine Abscheidung zum
Ausbilden einer Lécherinjektionsschicht (Hole Injec-
tion Layer, HIL) als einer allgemeinen Schicht aus-
fuhrt, die zweite Baugruppe zur Abscheidung organi-
scher Schichten 100-2 eine Abscheidung zum Ausbil-
den einer Injektionsschicht (Injection Layer, IL) als ei-
ner allgemeinen Schicht ausflhrt, die dritte Baugrup-
pe zur Abscheidung organischer Schichten 100-3
und die vierte Baugruppe zur Abscheidung organi-
scher Schichten 100-4 eine Abscheidung zum Aus-
bilden einer Ldchertransportschicht (Hole Transport
Layer, HTL) als einer allgemeinen Schicht ausfih-
ren, die finfte Baugruppe zur Abscheidung organi-
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scher Schichten 100-5 eine Abscheidung zum Ausbil-
den beispielsweise eines R'-Materials und/oder eines
G'-Material in der HTL als einer allgemeinen Schicht
ausflihrt, die sechste Baugruppe zur Abscheidung or-
ganischer Schichten 100-6 eine Abscheidung zum
Ausbilden eines R"-Materials in der HTL als einer
allgemeinen Schicht ausflhrt, die siebente Baugrup-
pe zur Abscheidung organischer Schichten 100-7 ei-
ne Abscheidung zum Ausbilden einer roten Emis-
sionsschicht (Red Emission Layer, R EML) als ei-
ner Strukturschicht ausfihrt, die achte Baugruppe zur
Abscheidung organischer Schichten 100-8 eine Ab-
scheidung zum Ausbilden einer griinen Emissions-
schicht (Green Emission Layer, G EML) als einer
Strukturschicht ausfiihrt, die neunte Baugruppe zur
Abscheidung organischer Schichten 100-9 eine Ab-
scheidung zum Ausbilden einer blauen Emissions-
schicht (Blue Emission Layer, B EML) als einer Struk-
turschicht ausfiihrt, die zehnte Baugruppe zur Ab-
scheidung organischer Schichten 100-10 eine Ab-
scheidung zum Ausbilden einer Elektronentransport-
schicht (Electron Transport Layer, ETL) als einer all-
gemeinen Schicht ausflihrt und die elfte Baugrup-
pe zur Abscheidung organischer Schichten 100-11
eine Abscheidung zum Ausbilden einer Elektronen-
injektionsschicht (Electron Injection Layer, EIL) als
einer allgemeinen Schicht ausfiihrt. Die vorstehend
beschriebenen Baugruppen zur Abscheidung organi-
scher Schichten kénnen auch in anderen Formen an-
geordnet sein.

[0076] Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausfiihrungs-
form kann die Transfereinheit 430 mit dem daran be-
festigten Substrat 2 durch die erste Fordereinheit 410
zumindest bis zur Abscheidungseinheit 100 oder se-
quenziell bis zur Ladeeinheit 200, zur Abscheidungs-
einheit 100 und zur Entladeeinheit 300 bewegt wer-
den, und die Transfereinheit 430, die in der Entla-
deeinheit 300 vom Substrat 2 getrennt wurde, kann
durch die zweite Fordereinheit 420 zurlick zur Lade-
einheit 200 bewegt werden.

[0077] Die erste Fordereinheit 410 passiert die Kam-
mer 101, wenn sie die Abscheidungseinheit 100 pas-
siert, und die zweite Fordereinheit 420 bewegt die
Transfereinheit 430, von der das Substrat 2 getrennt
wurde.

[0078] Beider vorliegenden Ausfihrungsformist das
Gerat zur Abscheidung organischer Schichten 1 so
ausgestaltet, dass die erste Férdereinheit 410 und die
zweite Fordereinheit 420 jeweils oberhalb bzw. unter-
halb angeordnet sind, sodass, nachdem die Transfer-
einheit 430, auf der wahrend des Passierens der ers-
ten Fordereinheit 410 die Abscheidung abgeschlos-
sen wurde, in der Entladeeinheit 300 vom Substrat
2 getrennt wurde, die Transfereinheit 430 Uber die
unterhalb der ersten Fordereinheit 410 ausgebildete
zweite Fordereinheit 420 zur Ladeeinheit 200 zuruick-
gefuhrt wird, wodurch das Gerat zur Abscheidung
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organischer Schichten 1 eine verbesserte Raumnut-
zungseffizienz aufweisen kann.

[0079] Bei einer Ausfihrungsform kann die Abschei-
dungseinheit 100 aus Fig. 1 ferner eine auf ei-
ner Seite jeder Baugruppe zur Abscheidung orga-
nischer Schichten angeordnete Abscheidungsquel-
lenaustauscheinheit 190 umfassen. Wenngleich nicht
ausdricklich in den Zeichnungen dargestellt, kann
die Abscheidungsquellenaustauscheinheit 190 als
ein Kassettentyp ausgebildet sein, der aus jeder Bau-
gruppe zur Abscheidung organischer Schichten her-
ausgezogen werden kann. Somit kann eine Abschei-
dungsquelle 110 (s. Fig. 3) der Baugruppe zur Ab-
scheidung organischer Schichten 100-1 leicht ausge-
tauscht werden.

[0080] Fig. 1 zeigt das Gerat zur Abscheidung orga-
nischer Schichten 1, bei dem zwei Aufbausets, wo-
von jedes die Ladeeinheit 200, die Abscheidungsein-
heit 100, die Entladeeinheit 300 und die Férdereinheit
400 umfasst, parallel angeordnet sind. Wie ersichtlich
ist, sind zwei Gerate zur Abscheidung organischer
Schichten 1 jeweils auf einer bzw. einer anderen Sei-
te des Geréats zur organischen Abscheidung 1 ange-
ordnet (oben und unten in Fig. 1). Bei einer solchen
Ausfiihrungsform kann zwischen den beiden Geraten
zur Abscheidung organischer Schichten 1 eine Struk-
turierungsschlitzblattaustauscheinheit 500 angeord-
net sein. Dies bedeutet, dass aufgrund dieser Auf-
baugestaltung die beiden Gerate zur Abscheidung
organischer Schichten 1 die Strukturierungsschlitz-
blattaustauscheinheit 500 miteinander teilen, was im
Vergleich zu einem Fall, in dem jedes Gerat zur Ab-
scheidung organischer Schichten 1 eine Strukturie-
rungsschlitzblattaustauscheinheit 500 umfasst, zu ei-
ner verbesserten Raumnutzungseffizienz fihrt.

[0081] Fig. 3 ist eine schematische Perspektivan-
sicht der Abscheidungseinheit 100 des Gerats zur
Abscheidung organischer Schichten 1 aus Fig. 1 ge-
mal einer Ausfihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Fig. 4 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht der Abscheidungseinheit 100 aus Fig. 3 gemal
einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung.
Fig. 5 ist eine Perspektivansicht von drei Abschei-
dungsquellen 110 der Abscheidungseinheit 100 aus
Fig. 3 gemal einer Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Erfindung. Fig. 6 ist eine Perspektivansicht von
drei Abscheidungsquellen 110" der Abscheidungsein-
heit 100 aus Fig. 3 gemal einer weiteren Ausflih-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 7 ist ei-
ne Perspektivansicht, die insbesondere einen Trager
431 einer Transfereinheit 430 der Abscheidungsein-
heit 100 aus Fig. 3 gemal} einer Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung darstellt. Fig. 8 ist eine Quer-
schnittsansicht, die insbesondere eine erste Forder-
einheit 410 und eine Transfereinheit 430 der Abschei-
dungseinheit 100 aus Fig. 3 gemal einer Ausfiih-
rungsform der vorliegenden Erfindung darstellt.
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[0082] Wie Fig. 3 und Fig. 4 zu entnehmen ist, um-
fasst die Abscheidungseinheit 100 des Gerats zur Ab-
scheidung organischer Schichten 1 zumindest eine
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schichten
100-1 und eine Fordereinheit 400.

[0083] Im Folgenden wird ein Gesamtaufbau der Ab-
scheidungseinheit 100 beschrieben.

[0084] Die Kammer 101 kann in der Art einer hoh-
len Kastens ausgebildet sein und die zumindest eine
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schichten
100-1 und die Transfereinheit 430 aufnehmen. Bei ei-
ner anderen beschreibenden Form ist ein Ful® 102
ausgebildet, um die Abscheidungseinheit 100 am Bo-
den zu befestigen, auf dem Ful 102 ein unteres Ge-
hause 103 angeordnet und auf dem unteren Gehause
103 ein oberes Gehause 104 angeordnet. Die Kam-
mer 101 nimmt sowohl das untere Gehause 103 als
auch das obere Gehause 104 auf. In diesem Zusam-
menhang ist ein Verbindungsteil des unteren Gehau-
ses 103 und der Kammer 101 abgedichtet, sodass
das Innere der Kammer 101 vollstandig vom AuRe-
ren isoliert ist. Aufgrund des Aufbaus, bei dem das
untere Gehause 103 und das obere Gehause 104 auf
dem am Boden befestigten Fufd 102 angeordnet sind,
kénnen das untere Gehause 103 und das obere Ge-
hause 104 in einer festen Position gehalten werden,
selbst wenn die Kammer 101 wiederholt kontrahiert
und expandiert wird. Somit kénnen das untere Ge-
hause 103 und das obere Gehduse 104 als ein Be-
zugsrahmen in der Abscheidungseinheit 100 fungie-
ren.

[0085] Das obere Gehause 104 umfasst die Bau-
gruppe zur Abscheidung organischer Schichten
100-1 und die erste Fordereinheit 410 der Forderein-
heit 400, und das untere Gehause 103 umfasst die
zweite Fordereinheit 420 der Fordereinheit 400. Wah-
rend sich die Transfereinheit 430 zyklisch zwischen
der ersten Fordereinheit 410 und der zweiten Forde-
reinheit 420 bewegt, wird kontinuierlich ein Abschei-
devorgang ausgefiihrt.

[0086] Im Folgenden werden die Komponenten der
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schichten
100-1 genau beschrieben.

[0087] Die erste Baugruppe zur Abscheidung orga-
nischer Schichten 100-1 umfasst die Abscheidungs-
quelle 110, eine Abscheidungsquellendiiseneinheit
120, das Strukturierungsschlitzblatt 130, ein Abschir-
melement 140, eine erste Stufe 150, eine zweite Stu-
fe 160, eine Kamera 170 und einen Sensor 180. In
diesem Zusammenhang kénnen alle Elemente, die
in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt sind, in der Kammer
101, die in einem geeigneten Vakuumzustand gehal-
ten wird, angeordnet sein. Dieser Aufbau ist erforder-
lich, um die Linearitat des Abscheidungsmaterials zu
gewahrleisten.
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[0088] Um insbesondere ein Abscheidungsmaterial
115, das von der Abscheidungsquelle 110 abgege-
ben wurde und die Abscheidungsquellendisenein-
heit 120 und das Strukturierungsschlitzblatt 130 pas-
siert hat, in einer gewlnschten Strukturierung auf
dem Substrat 2 abzuscheiden, ist es wilinschens-
wert, die Kammer (nicht abgebildet) in demselben
Vakuumzustand zu halten, der in einem Abschei-
dungsverfahren einer FMM verwendet wird. Dar-
Uber hinaus sollte die Temperatur des Strukturie-
rungsschlitzblatts 130 in ausreichender Weise un-
terhalb der Temperatur der Abscheidungsquelle 110
(ca. 100°C oder weniger) liegen, da die Warmeaus-
dehnung des Strukturierungsschlitzblattes 130 mini-
miert wird, wenn die Temperatur des Strukturierungs-
schlitzblatts 130 niedrig genug ist.

[0089] Das Substrat 2, auf dem das Abscheidungs-
material 115 abgeschieden werden soll, ist in der
Kammer 101 angeordnet. Das Substrat 2 kann ein
Substrat fir eine Flachbildschirmanzeigevorrichtung
sein. Beispielsweise kann als das Substrat 2 ein gro-
Res Substrat, wie ein Mutterglas, zur Fertigung einer
Mehrzahl von Flachbildschirmen verwendet werden.

[0090] Gemal einer Ausfiihrungsform kann der Ab-
scheidevorgang ausgefiihrt werden, indem das Sub-
strat 2 relativ zu der die Baugruppe zur Abscheidung
organischer Schichten 100-1 bewegt wird.

[0091] Bei einem herkdmmlichen Abscheidungsver-
fahren unter Verwendung einer FMM muss die Gro-
Re der FMM mit der eines Substrates Ubereinstim-
men. Je grofler das Substrat ist, umso grofter muss
daher die FMM sein. Aufgrund dieser Probleme ist es
schwierig, die FMM herzustellen und die FMM durch
Dehnung der FMM zu einer genauen Strukturierung
auszurichten.

[0092] Zur Lésung dieser Probleme kann die Ab-
scheidung bei der Baugruppe zur Abscheidung or-
ganischer Schichten 100-1 gemaR der vorliegenden
Ausfiihrungsform ausgefiihrt werden, wahrend die
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schichten
100-1 und das Substrat 2 relativ zueinander bewegt
werden. Anders ausgedrickt, kann die Abscheidung
kontinuierlich ausgefiihrt werden, wahrend das Sub-
strat 2, das der Baugruppe zur Abscheidung organi-
scher Schichten 100-1 zugewandt ist, in einer Y-Ach-
sen-Richtung bewegt wird. Dies bedeutet, dass die
Abscheidung in einer abtastenden Weise ausgefiihrt
wird, wahrend das Substrat 2 in eine Richtung des
in Fig. 3 dargestellten Pfeils A bewegt wird. Wenn-
gleich das Substrat 2 in Fig. 3 so dargestellt ist, dass
es sich in der Kammer 101 in Y-Achsen-Richtung be-
wegt, wahrend die Abscheidung ausgefuhrt wird, so
ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschrankt.
Die Abscheidung kann beispielsweise auch ausge-
fuhrt werden, wahrend die Baugruppe zur Abschei-
dung organischer Schichten 100-1 in Y-Achsen-Rich-
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tung bewegt wird und das Substrat 2 in einer festen
Position gehalten wird.

[0093] Somit kann bei der Baugruppe zur Abschei-
dung organischer Schichten 100-1 das Strukturie-
rungsschlitzblatt 130 deutlich kleiner als eine in
einem herkdmmlichen Abscheidungsverfahren ver-
wendete FMM sein. Anders ausgedriickt, wird bei
der Baugruppe zur Abscheidung organischer Schich-
ten 100-1 die Abscheidung kontinuierlich, d. h. in
einer abtastenden Weise ausgefiihrt, wahrend das
Substrat 2 in Y-Achsen-Richtung bewegt wird. So-
mit kann zumindest eine der Langen des Struktu-
rierungsschlitzblattes 130 in X-Achsen- bzw. Y-Ach-
sen-Richtung deutlich kleiner als eine Lange des
Substrats 2 sein. Da das Strukturierungsschlitzblatt
130 deutlich kleiner als die in einem herkdmmli-
chen Abscheidungsverfahren verwendete FMM aus-
gebildet sein kann, ist die Fertigung des Strukturie-
rungsschlitzblattes 130 einfach. Dies bedeutet, dass
das Strukturierungsschlitzblatt 130 gegenuber den in
einem herkdmmlichen Abscheidungsverfahren ver-
wendeten FMM in Fertigungsvorgéangen, die Atz- und
anschlielende Prazionsdehn-, Form-, Transport, und
Waschvorgange umfassen, vorteilhafter ist. Darlber
hinaus ist dies auch zum Fertigen einer relativ groRen
Anzeigevorrichtung vorteilhafter.

[0094] Um eine Abscheidung auszufihren, wahrend
die Baugruppe zur Abscheidung organischer Schich-
ten 100-1 und das Substrat 2 wie vorstehend be-
schrieben relativ zueinander bewegt werden, kénnen
die Baugruppe zur Abscheidung organischer Schich-
ten 100-1 und das Substrat 2 mit einem bestimmten
Abstand voneinander beabstandet sein. Dies wird an
spaterer Stelle genauer beschrieben.

[0095] Die Abscheidungsquelle 110, die das Ab-
scheidungsmaterial 115 enthalt und beheizt, ist auf
einer Seite angeordnet, die einer Seite, auf der das
Substrat 2 in der Kammer angeordnet ist, gegen-
Uberliegt (zugewandt ist). Sobald das in dem Ab-
scheidungsquelle 110 enthaltene Abscheidungsma-
terial 115 verdampft ist, wird die Abscheidung auf
dem Substrat 2 ausgefihrt.

[0096] Die Abscheidungsquelle 110 umfasst einen
Tiegel 111, der mit dem Abscheidungsmaterial 115
geflillt ist, und eine Heizeinrichtung 112, die den Tie-
gel 111 beheizt, um das Abscheidungsmaterial 115
in Richtung einer Seite des mit dem Abscheidungs-
material 115 gefiillten Tiegels 111, insbesondere in
Richtung der Abscheidungsquellenduseneinheit 120,
zu verdampfen.

[0097] Die Abscheidungsquelle 110 ist bei einer Aus-
fuhrungsform auf einer dem Substrat 2 zugewand-
ten Seite der Abscheidungsquelle 110 angeordnet.
In diesem Zusammenhang kénnen die Baugruppen
zur Abscheidung organischer Schichten gemaR der
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vorliegenden Ausfiihrungsform jeweils unterschied-
liche Abscheidungsdisen zum Ausfuhren der Ab-
scheidung zum Ausbilden allgemeiner Schichten und
Strukturschichten umfassen. Dieser Aufbau wird an
spaterer Stelle genauer beschrieben.

[0098] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht von Abschei-
dungsquellendisen zum Ausbilden einer Struktur-
schicht. Fig. 6 ist eine Perspektivansicht von Ab-
scheidungsquellendiisen zum Ausbilden einer allge-
meinen Schicht.

[0099] Wie Fig. 5 zu entnehmen ist, umfasst die
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schichten
100-1 die drei Abscheidungsquellen 110 und drei
Abscheidungsquellendiseneinheiten 120. Jede Ab-
scheidungsquellendiiseneinheit 120 umfasst an ei-
nem mittleren Abschnitt derselben eine Abschei-
dungsquellendiise 121. Das Abscheidungsmaterial
115, das in der Abscheidungsquelle 110 verdampft
wurde, passiert die Abscheidungsquellendiisenein-
heit 120 und wird auf das Substrat 2, auf dem das Ab-
scheidungsmaterial 115 abgeschieden werden soll,
abgeschieden. Die Abscheidungsquellendise 121 ist
in der Abscheidungsquellendiiseneinheit 120 ausge-
bildet und die drei Abscheidungsquellen 110 sind in
der Baugruppe zur Abscheidung organischer Schich-
ten 100-1 entlang einer Abtastrichtung des Substrats
2 angeordnet. Dies bedeutet, dass eine Mehrzahl von
Abscheidungsquellendiisen 121 in der Baugruppe
zur Abscheidung organischer Schichten 100-1 ent-
lang der Abtastrichtung des Substrats 2 ausgebildet
sein kann. Ist die Mehrzahl von Abscheidungsquel-
lendlisen 121 in einer X-Achsen-Richtung angeord-
net, so unterscheiden sich die Abstédnde zwischen
den jeweiligen Abscheidungsquellendisen 121 und
einem Strukturierungsschlitz 131 (s. Fig. 10) vonein-
ander und somit tritt durch das von den Abschei-
dungsquellendisen 121, die weit vom Strukturie-
rungsschlitz 131 angeordnet sind, abgegebene Ab-
scheidungsmaterial 115 ein Schatten auf dem Sub-
strat 2 auf. Somit sind bei der vorliegenden Aus-
fuhrungsform die Abscheidungsquellendiisen 121 so
ausgebildet, dass in der X-Achsen-Richtung nur ei-
ne Reihe von Abscheidungsquellendiisen 121 aus-
gebildet ist, um das Auftreten von Schatten deut-
lich zu reduzieren. Daruber hinaus sind die Abschei-
dungsquellendisen 121 in der Abtastrichtung des
Substrats 2 angeordnet und somit kénnen ein zwi-
schen den Abscheidungsquellendiisen 121 auftre-
tender Strdmungsunterschied kompensiert und die
GleichmaRigkeit der Abscheidung konstant gehalten
werden.

[0100] Wenngleich in Fig. 5 und Fig. 6 nicht dar-
gestellt, kbnnen zwei der drei Abscheidungsquellen
110, die auf beiden Seiten der anderen in der Mitte
angeordnet sind, verwendet werden, um ein Wirtsma-
terial abzuscheiden, und die andere Abscheidungs-
quelle 110, die in der Mitte derselben angeordnet ist,
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kann verwendet werden, um ein Dotierungsmaterial
abzuscheiden. Wie vorstehend beschrieben, umfasst
das Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
gemal der vorliegenden Ausfiihrungsform sowohl ei-
ne Abscheidungsquelle zum Abscheiden eines Wirts-
materials als auch eine Abscheidungsquelle zum Ab-
scheiden eines Dotierungsmaterials, und somit kdn-
nen das Wirtsmaterial und das Dotierungsmaterial
gemeinsam auf dem Substrat 2 abgeschieden wer-
den; dadurch kdnnen die Fertigungsvorgénge verein-
facht und schnell ausgefiihrt werden und eine Vor-
richtung mit organischer lichtemittierender Anzeige,
die das Geréat zur Abscheidung organischer Schich-
ten umfasst, kann eine verbesserte Effizienz aufwei-
sen.

[0101] Wie Fig. 6 zu entnehmen ist, ist eine Ab-
scheidungsquellendiiseneinheit 120" auf einer Sei-
te der Abscheidungsquelle 110" und insbesonde-
re auf der dem Substrat 2 zugewandten Seite der
Abscheidungsquelle 110" angeordnet. Die Abschei-
dungsquellendiiseneinheit 120" umfasst eine Mehr-
zahl von Abscheidungsquellendiisen 121', die ent-
lang einer X-Achsen-Richtung (d. h. einer rechtwink-
lig zur Abtastrichtung des Substrats 2 verlaufen-
den Richtung) angeordnet sind. In diesem Zusam-
menhang kann die Mehrzahl von Abscheidungsquel-
lendiisen 121" in gleichen Abstanden oder in Abstan-
den, die in Richtung beider Enden kleiner werden,
angeordnet sein. Ein Abscheidungsmaterial, das in
der Abscheidungsquelle 110" verdampft wurde, pas-
siert die Abscheidungsquellendiisen 121" der Ab-
scheidungsquellendiseneinheit 120" und wird an-
schlieRend auf dem Substrat 2 abgeschieden. Durch
das Anordnen der Mehrzahl von Abscheidungsquel-
lendiisen 121" entlang der X-Achsen-Richtung (d. h.
einer rechtwinklig zur Abtastrichtung des Substrats 2
verlaufenden Richtung), um eine allgemeine Schicht
auszubilden, kann die GleichmaRigkeit der Dicke der
allgemeinen Schicht verbessert werden.

[0102] Bei einer Ausfiihrungsform kann das Struktu-
rierungsschlitzblatt 130 zwischen der Abscheidungs-
quelle 110 und dem Substrat 2 angeordnet sein.
Das Strukturierungsschlitzblatt 130 kann ferner einen
Rahmen 135 umfassen, der eine dhnliche Form wie
ein Fensterrahmen aufweist. Das Strukturierungs-
schlitzblatt 130 umfasst eine Mehrzahl von Struktu-
rierungsschlitzen 131, die in X-Achsen-Richtung an-
geordnet sind. Das Abscheidungsmaterial 115, das
in der Abscheidungsquelle 110 verdampft wurde,
passiert Abscheidungsquellendiiseneinheit 120 und
das Strukturierungsschlitzblatt 130 und wird anschlie-
Rend auf dem Substrat 2 abgeschieden. In diesem
Zusammenhang kann das Strukturierungsschlitzblatt
130 unter Verwendung desselben Verfahrens aus-
gebildet sein, das zur Ausbildung einer FMM, insbe-
sondere einer streifenartige Maske, verwendet wird,
wie beispielsweise Atzen. In diesem Zusammenhang
kann eine Gesamtanzahl von Strukturierungsschlit-
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zen 131 groRer als eine Gesamtanzahl von Abschei-
dungsquellendiisen 121 sein.

[0103] Bei einer Ausfihrungsform kénnen die Ab-
scheidungsquelle 110 (und die mit dieser kombinier-
te Abscheidungsquellendiseneinheit 120) und das
Strukturierungsschlitzblatt 130 mit einem bestimmten
Abstand voneinander beabstandet sein.

[0104] Wie vorstehend beschrieben, wird die Ab-
scheidung ausgefiihrt, wahrend die Baugruppe zur
Abscheidung organischer Schichten 100-1 relativ
zum Substrat 2 bewegt wird. Um die Baugruppe
zur Abscheidung organischer Schichten 100-1 relativ
zum Substrat 2 zu bewegen, ist das Strukturierungs-
schlitzblatt 130 mit einem bestimmten Abstand vom
Substrat 2 beabstandet angeordnet.

[0105] Bei einem herkdbmmlichen Abscheidungsver-
fahren unter Verwendung einer FMM wird die Ab-
scheidung ausgefiihrt, wahrend die FMM in engem
Kontakt mit einem Substrat steht, um die Entste-
hung von Schatten auf dem Substrat zu verhindern.
Wenn die FMM in engem Kontakt mit dem Substrat
ausgebildet ist, kdnnen allerdings aufgrund des Kon-
takts zwischen dem Substrat und der FMM Scha-
den auftreten. Da es schwierig ist, die Maske relativ
zum Substrat zu bewegen, missen ferner die Mas-
ke und das Substrat in derselben Groflie ausgebildet
sein. Dementsprechend muss die Maske umso gré-
Rer sein, je grofier eine Anzeigevorrichtung ist. Es ist
allerdings schwierig, eine grofle Maske auszubilden.

[0106] Zur Lésung dieser Probleme ist bei der
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schichten
100-1 geman der vorliegenden Ausflihrungsform das
Strukturierungsschlitzblatt 130 mit einem bestimm-
ten Abstand vom Substrat 2, auf dem das Abschei-
dungsmaterial abgeschieden werden soll, beabstan-
det ausgebildet.

[0107] Gemal der vorliegenden Ausfihrungsform
kann die Abscheidung ausgefihrt werden, wahrend
eine Maske, die kleiner als ein Substrat ausgebildet
ist, relativ zum Substrat bewegt wird, und somit ist es
einfach, die Maske zu fertigen. Darlber hinaus las-
sen sich Schaden durch den Kontakt zwischen dem
Substrat und der Maske vermeiden. Da das Substrat
wahrend eines Abscheidevorgangs nicht in engem
Kontakt mit der Maske zu stehen braucht, kann ferner
die Fertigungsgeschwindigkeit verbessert werden.

[0108] Im Folgenden werden besondere Anordnun-
gen der einzelnen Elemente des oberen Gehauses
104 beschrieben.

[0109] Die Abscheidungsquelle 110 und die Ab-
scheidungsquellendiseneinheit 120 sind in einem
Bodenabschnitt des oberen Gehauses 104 angeord-
net. Auf beiden Seiten der Abscheidungsquelle 100
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und der Abscheidungsquellendiiseneinheit 120 sind
jeweils Aufnahmeabschnitte 104-1 so ausgebildet,
dass sie eine hervorragende Form aufweisen. Die
erste Stufe 150, die zweite Stufe 160 und das Struk-
turierungsschlitzblatt 130 sind in dieser Reihenfolge
sequenziell auf den Aufnahmeabschnitten 104-1 aus-
gebildet.

[0110] In diesem Zusammenhang ist die erste Stu-
fe 150 ausgebildet, um sich in X-Achsen- und Y-Ach-
sen-Richtung zu bewegen, sodass die erste Stufe
150 das Strukturierungsschlitzblatt 130 in der X-Ach-
sen- und Y-Achsen-Richtung ausrichtet. Dies bedeu-
tet, dass die erste Stufe 150 eine Mehrzahl von Akto-
ren umfasst, sodass die erste Stufe 150 in X-Achsen-
und Y-Achsen-Richtung relativ zum obere Gehause
104 bewegt wird.

[0111] Die zweite Stufe 160 ist ausgebildet, um sich
in einer Z-Achsen-Richtung zu bewegen, um das
Strukturierungsschlitzblatt 130 in Z-Achsen-Richtung
ausrichten. Dies bedeutet, dass die zweite Stufe 160
eine Mehrzahl von Aktoren umfasst und ausgebildet
ist, um sich in der Z-Achsen-Richtung relativ zur ers-
ten Stufe 150 zu bewegen.

[0112] Das Strukturierungsschlitzblatt 130 ist auf der
zweiten Stufe 160 angeordnet. Das Strukturierungs-
schlitzblatt 130 ist auf der ersten Stufe 150 und der
zweiten Stufe 160 angeordnet, um sich in X-Ach-
sen-, Y-Achsen- und Z-Achsen-Richtung zu bewe-
gen, und somit kann eine Ausrichtung, insbesonde-
re eine Echtzeitausrichtung, zwischen dem Substrat
2 und dem Strukturierungsschlitzblatt 130 ausgefihrt
werden.

[0113] Darliber hinaus kénnen das obere Gehau-
se 104, die erste Stufe 150 und die zweite Stufe
160 einen Stromungsweg des Abscheidungsmateri-
als 115 leiten, sodass das durch die Abscheidungs-
quellendiisen 121 abgegebene Abscheidungsmateri-
al 115 nicht auRerhalb des Strémungsweges verteilt
wird. Dies bedeutet, dass der Strémungsweg des Ab-
scheidungsmaterials 115 durch das obere Gehause
104, die erste Stufe 150 und die zweite Stufe 160
abgedichtet wird und somit die Bewegung des Ab-
scheidungsmaterials 115 in X-Achsen- und Y-Ach-
sen-Richtung gleichzeitig bzw. simultan geleitet wer-
den kann.

[0114] Das Abschirmelement 140 kann zwischen
dem Strukturierungsschlitzblatt 130 und der Abschei-
dungsquelle 110 angeordnet sein. Insbesondere ist
an einem Randabschnitt des Substrats 2 eine An-
oden- oder Kathodenstruktur ausgebildet, die beim
Prifen eines Produkts oder beim Fertigen eines Pro-
dukts als ein Anschluss genutzt wird. Wird ein or-
ganisches Material auf einen Bereich des Substrats
2 aufgebracht, kann die Anode bzw. die Kathode
seine Funktion nicht in ausreichendem MaR erfil-
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len. Daher ist der Randabschnitt des Substrats 2
als ein nichtschichtbildender Bereich ausgebildet, auf
den kein organisches Material oder Ahnliches aufge-
bracht wird. Wie vorstehend beschrieben, wird bei
dem Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
die Abscheidung jedoch in einer abtastenden Weise
ausgeflihrt, wahrend das Substrat 2 relativ zum Geréat
zur Abscheidung organischer Schichten bewegt wird,
und somit ist es nicht einfach zu verhindern, dass
organisches Material auf dem nichtschichtbildenden
Bereich des Substrats 2 abgeschieden wird.

[0115] Um zu verhindern, dass organisches Material
auf dem nichtschichtbildenden Bereich des Substrats
2 abgeschieden wird, kann bei dem Gerat zur Ab-
scheidung organischer Schichten am Randabschnitt
des Substrats 2 das Abschirmelement 140 angeord-
net sein. Wenngleich nicht ausdrtcklich in Fig. 3 und
Fig. 4 dargestellt, kann das Abschirmelement 140
zwei benachbarte Platten umfassen.

[0116] Wenn das Substrat 2 die Baugruppe zur Ab-
scheidung organischer Schichten 100-1 nicht pas-
siert, schirmt das Abschirmelement 140 die Abschei-
dungsquelle 110 ab, und somit gelangt das von
der Abscheidungsquelle 110 abgegebene Abschei-
dungsmaterial 115 nicht bis zum Strukturierungs-
schlitzblatt 130. Tritt das Substrat 2 in die Baugrup-
pe zur Abscheidung organischer Schichten 100-1
ein, wahrend das Abschirmelement 140 die Abschei-
dungsquelle 110 abschirmt, so bewegt sich ein vor-
derer Teil des Abschirmelements 140, das die Ab-
scheidungsquelle 110 abschirmt, mit der Bewegung
des Substrats 2 mit, wodurch der Stromungsweg des
Abscheidungsmaterials 115 gedffnet wird und das
von der Abscheidungsquelle 110 abgegebene Ab-
scheidungsmaterial 115 das Strukturierungsschlitz-
blatt 130 passiert und auf dem Substrat 2 abgeschie-
den wird. Wahrend das Substrat 2 die Baugruppe
zur Abscheidung organischer Schichten 100-1 pas-
siert, bewegt sich auch ein hinterer Teil des Abschir-
melements 140 mit der Bewegung des Substrats 2
mit, um die Abscheidungsquelle 110 abzuschirmen,
sodass der Strdomungsweg des Abscheidungsmate-
rials 115 verschlossen wird. Dementsprechend ge-
langt das von der Abscheidungsquelle 110 abgege-
bene Abscheidungsmaterial 115 nicht bis zum Struk-
turierungsschlitzblatt 130.

[0117] Wie vorstehend beschrieben, wird der nicht-
schichtbildende Bereich des Substrats 2 durch das
Abschirmelement 140 abgeschirmt, und kann es ein-
fach sein zu verhindern, dass das organische Mate-
rial auf dem nichtschichtbildenden Bereich des Sub-
strats 2 abgeschieden wird, ohne dass es einer ge-
sonderten Struktur bedarf.

[0118] Im Folgenden wird die Fordereinheit 400, die
das Substrat 2 befoérdert, auf dem das Abscheidungs-
material 115 abgeschieden werden soll, genauer be-
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schrieben. Wie Fig. 3, Fig. 4, Fig. 7 und Fig. 8 zu ent-
nehmen ist, umfasst die Fordereinheit 400 die erste
Fordereinheit 410, die zweite Fordereinheit 420 und
die Transfereinheit 430.

[0119] Die erste Foérdereinheit 410 beférdert die
Transfereinheit 430, die den Trager 431 und eine dar-
an befestigte elektrostatische Einspannvorrichtung
432 umfasst, und das an der Transfereinheit 430 be-
festigte Substrat 2 in einer geradlinigen Weise, so-
dass durch die Baugruppe zur Abscheidung organi-
scher Schichten 100-1 eine organische Schicht auf
dem Substrat 2 ausgebildet werden kann. Die erste
Foérdereinheit 410 umfasst eine Spule 411, Fiihrungs-
elemente 412, obere Magnetlager 413, seitliche Ma-
gnetlager 414 und Spaltsensoren 415 und 416.

[0120] Die zweite Fordereinheit 420 bewegt die
Transfereinheit 430, von der in der Entladeeinheit 300
das Substrat 2 getrennt wurde, nachdem ein Abschei-
dungszyklus, in dem die Transfereinheit 430 die Ab-
scheidungseinheit 100 passiert, abgeschlossen wur-
de, zur Ladeeinheit 200 zurlick. Die zweite Forder-
einheit 420 umfasst eine Spule 421, Rollenflihrungen
422 und eine Ladespur 423.

[0121] Die Transfereinheit 430 umfasst den Trager
431, der entlang der ersten Foérdereinheit 410 und
der zweiten Fordereinheit 420 beférdert wird, und die
elektrostatische Einspannvorrichtung 432, die mit ei-
ner Flache des Tragers 431 verbunden und an der
das Substrat 2 befestigt ist.

[0122] Im Folgenden werden die einzelnen Elemen-
te der Fordereinheit 400 genauer beschrieben.

[0123] Zunachst wird der Trager 431 der Transfer-
einheit 430 genauer beschrieben.

[0124] Wie Fig. 7 zu entnehmen ist, umfasst der Tra-
ger 431 ein Hauptbauteil 431a, eine Magnetschie-
ne 431b, Module zur berihrungslosen Energiever-
sorgung (Contactless Power Supply, CPS) 431c, ei-
ne Energieversorgungseinheit 431d und Flhrungs-
nuten 431e. Der Trager 431 kann ferner Nockensto-
Rel 431f umfassen (s. Fig. 8).

[0125] Das Hauptbauteil 431a bildet ein Grundteil
des Tragers 431 und kann aus einem magneti-
schen Material, wie beispielsweise Eisen, ausgebil-
det sein. Aufgrund einer AbstolRungskraft zwischen
dem Hauptbauteil 431a und den jeweiligen oberen
und seitlichen Magnetlagern 413 und 414, die an spa-
terer Stelle beschrieben werde, kann in diesem Zu-
sammenhang der Trager 431 mit einem bestimmten
Abstand von den Fiihrungselementen 412 beabstan-
det gehalten werden.

[0126] Die Fihrungsnuten 431e kdnnen jeweils auf
beiden Seiten des Hauptbauteils 431a ausgebildet
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sein und jede einen Fihrungsvorsprung 412e des
Fihrungselements 412 aufnehmen.

[0127] Die Magnetschiene 431b kann entlang einer
Mittellinie des Hauptbauteils 431a in einer Richtung,
in der sich das Hauptbauteil 431a erstreckt, ausgebil-
det sein. Der LMS-Magnet 431b und die Spule 411,
die an spaterer Stelle genauer beschrieben werden,
kénnen miteinander kombiniert sein, um einen Line-
armotor auszubilden, und der Trager 431 kann durch
den Linearmotor in eine Pfeil A-Richtung bewegt wer-
den.

[0128] Die CPS-Module 431c und die Energiever-
sorgungseinheit 431d konnen jeweils auf beiden
Seiten des LMS-Magneten 431b im Hauptbauteil
431a ausgebildet sein. Die Energieversorgungsein-
heit 431d umfasst eine Batterie (z. B. eine wiederauf-
ladbare Batterie), die Energie bereitstellt, sodass die
elektrostatische Einspannvorrichtung 432 das Sub-
strat 2 einspannen kann, und den Betrieb aufrechter-
halt. Die CPS-Module 431c¢ sind drahtlose Lademo-
dule, welche die Energieversorgungseinheit 431d la-
den. Insbesondere ist die in der zweiten Férdereinheit
420 ausgebildete Ladespur 423 (beide werden an
spaterer Stelle beschrieben) mit einem Inverter (nicht
dargestellt) verbunden, und wenn der Trager 431 in
die zweite Fordereinheit 420 transferiert wird, wird so-
mit zwischen der Ladespur 423 und dem CPS-Modul
431c ein Magnetfeld ausgebildet, um dem CPS-Mo-
dul 431c Energie bereitzustellen. Die dem CPS-Mo-
dule 431c¢ bereitgestellte Energie wird genutzt, um die
Energieversorgungseinheit 431d zu laden.

[0129] Die elektrostatische Einspannvorrichtung 432
kann eine Elektrode umfassen, die in ein aus Kera-
mik ausgebildetes Hauptteil eingebettet ist, wobei die
Elektrode mit Energie versorgt wird. Das Substrat 2
ist an einer Flache des Hauptteils der elektrostati-
schen Einspannvorrichtung 432 befestigt, wenn eine
Hochspannung an die Elektrode angelegt wird.

[0130] Im Folgenden werden die erste Foérdereinheit
410 und die Transfereinheit 430 genau beschrieben.

[0131] Wie Fig. 4 und Fig. 8 zu entnehmen ist, befor-
dert die erste Fordereinheit 410 die elektrostatische
Einspannvorrichtung 432, an der das Substrat 2 be-
festigt ist, und den Trager 431, der die elektrostati-
sche Einspannvorrichtung 432 beférdert. In diesem
Zusammenhang umfasst die erste Fordereinheit 410
die Spule 411, die Fihrungselemente 412, die obe-
ren Magnetlager 413, die seitlichen Magnetlager 414
und die Spaltsensoren 415 und 416.

[0132] Die Spule 411 und die Fiihrungselemente 412
sind innerhalb des oberen Gehauses 104 ausgebil-
det. Die Spule 411 ist in einem oberen Abschnitt des
oberen Gehauses 104 ausgebildet und die Fiihrungs-
elemente 421 sind jeweils an beiden Innenseiten des
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oberen Gehduses 104 ausgebildet. Die Spule 411
wird an spaterer Stelle unter Bezugnahme auf Fig. 9
beschrieben.

[0133] Die Fihrungselemente 412 fiihren den Tra-
ger 431, damit er sich in eine Richtung bewegt. In
diesem Zusammenhang sind die Fihrungselemente
412 so ausgebildet, dass sie die Abscheidungseinheit
100 passieren.

[0134] Insbesondere nehmen die Fiihrungselemen-
te 412 beide Seiten des Tragers 431 auf, um den
Trager 431 in Richtung des in Fig. 3 dargestellten
Pfeils A zu bewegen. Das Fuhrungselement 412 kann
in diesem Zusammenhang ein erstes Aufnahmeteil
412a, das unter dem Trager 431 angeordnet ist, ein
zweites Aufnahmeteil 412b, das tiber dem Trager 431
angeordnet ist, und ein Verbindungsteil 412¢, wel-
ches das erste Aufnahmeteil 412a und das zweite
Aufnahmeteil 412b miteinander verbindet, umfassen.
Durch das erste Aufnahmeteil 412a, das zweite Auf-
nahmeteil 412b und das Verbindungsteil 412¢ wird
eine Aufnahmenut 412d ausgebildet. Beide Seiten
des Tragers 431 werden jeweils in den Aufnahmenu-
ten 412d aufgenommen, und der Trager 431 wird ent-
lang der Aufnahmenuten 412d bewegt.

[0135] Die seitlichen Magnetlager 414 sind jede im
Verbindungsteil 412¢ des Fuhrungselements 412 an-
geordnet, um jeweils beiden Seiten des Tragers 431
zu entsprechen. Die seitlichen Magnetlager 414 be-
wirken einen Abstand zwischen dem Trager 431 und
dem Fuhrungselement 412, sodass der Trager 431
entlang der Fuhrungselemente 412 bewegt wird, oh-
ne mit den Fldhrungselementen 412 in Kontakt zu
kommen. Dies bedeutet, dass eine AbstoRungskraft
R1, die zwischen dem seitlichen Magnetlager 414 auf
der linken Seite in Fig. 8 und dem Trager 431, der
ein magnetisches Material ist, auftritt, und eine Ab-
stoBungskraft R2, die zwischen dem seitlichen Ma-
gnetlager 414 auf der rechten Seite in Fig. 8 und dem
Trager 431, der ein magnetisches Material ist, auftritt,
ein Gleichgewicht aufrechthalten und somit ein kon-
stanter Abstand zwischen dem Trager 431 und den
jeweiligen Teilen des Fiihrungselements 412 besteht.

[0136] Jedes obere Magnetlager 413 kann im zwei-
ten Aufnahmeteil 412b angeordnet sein, um oberhalb
des Tragers 431 zu sein. Das obere Magnetlager 413
ermdglicht es, dass der Trager 431 entlang der Fih-
rungselemente 412 bewegt wird, ohne mit dem ers-
ten und zweiten Aufnahmeteil 412a und 412b in Kon-
takt zu kommen, wobei ein dazwischen liegender Ab-
stand konstant gehalten wird. Dies bedeutet, dass
eine Abstollungskraft R3, die zwischen dem oberen
Magnetlager 413 und dem Trager 431, der ein ma-
gnetisches Material ist, auftritt und die Gravitations-
kraft G ein Gleichgewicht aufrechthalten und somit
ein konstanter Abstand zwischen dem Trager 431
und den jeweiligen Fihrungselementen 412 besteht.
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[0137] Jedes Fiihrungselement 412 kann ferner den
Spaltsensor 415 umfassen. Der Spaltsensor 415
kann einen Abstand zwischen dem Trager 431 und
dem Fihrungselement 412 messen. Wie Fig. 8 zu
entnehmen ist, kann der Spaltsensor 415 im ersten
Aufnahmeteil 412a angeordnet sein, um einem Bo-
denabschnitt des Tragers 431 zu entsprechen. Der
im ersten Aufnahmeteil 412a angeordnete Spaltsen-
sor 415 kann einen Abstand zwischen dem ersten
Aufnahmeteil 412a und dem Trager 431 messen. Der
Spaltsensor 416 kann auf einer Seite des seitlichen
Magnetlagers 414 angeordnet sein. Der Spaltsensor
416 kann einen Abstand zwischen einer Seitenfla-
che des Tragers 431 und dem seitlichen Magnetlager
414 messen. Die vorliegende Erfindung ist allerdings
nicht auf das vorstehend beschriebene Beispiel be-
schrankt, und der Spaltsensor 416 kann im Verbin-
dungsteil 412¢ angeordnet sein.

[0138] Magnetische Krafte der oberen und seitlichen
Magnetlager 413 und 414 sind entsprechend den von
den Spaltsensoren 415 und 146 gemessenen Wer-
ten variabel und somit kbnnen die Abstande zwischen
dem Trager 431 und den jeweiligen Fuhrungsele-
menten 412 in Echtzeit korrigiert werden. Dies bedeu-
tet, dass ein exakter Transfer des Tragers 431 un-
ter Verwendung der oberen und seitlichen Magnetla-
ger 413 und 414 und der Spaltsensoren 415 und 416
rickkopplungsgesteuert werden kann.

[0139] Im Folgenden wird der Betrieb der Transfer-
einheit 430 genauer beschrieben.

[0140] Der LMS-Magnet 431b des Hauptbauteils
431a und die Spule 411 kénnen miteinander kombi-
niert werden, um eine Betriebseinheit zu bilden. In
diesem Zusammenhang kann die Betriebseinheit ein
Linearmotor sein. Der Linearmotor bietet im Vergleich
zu herkdmmlichen Gleitfihrungssystemen einen klei-
nen Reibungskoeffizienten, geringe Lagefehler und
ein besonders genaue Positionserfassung. Wie vor-
stehend beschrieben, kann der Linearmotor die Spu-
le 411 und den LMS-Magneten 431b umfassen. Der
LMS-Magnet 431b ist linear am Trager 431 angeord-
net, und eine Mehrzahl der Spulen 411 kann an ei-
ner Innenseite der Kammer 101 mit einem bestimm-
ten Abstand angeordnet sein, sodass sie dem LMS-
Magneten 431b zugewandt ist. Da der LMS-Magnet
431b statt der Spule 411 am Trager 431 angeord-
net ist, kann der Trager 431 funktionsfahig sein, ohne
dass er mit Energie versorgt wird.

[0141] In diesem Zusammenhang kann die Spule
411 in einem Atmosphéarenkasten (ATM-Kasten) aus-
gebildet sein. Wenngleich der Linearmotor im All-
gemeinen im Vergleich zu herkdmmlichen Gleitfiih-
rungssystemen eine besonders genaue Positionser-
fassung ermdglicht, ist es aufgrund der Ausgasung
der Spule schwierig, den Linearmotor in Vakuumum-
gebung zu verwenden. Bei einem Foérdersystem, das
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im Gerat zur Abscheidung organischer Schichten ge-
maRk der vorliegenden Ausfuhrungsform verwendet
wird, kénnen der LMS-Magnet 431b und die Spule
411 allerdings betrieben werden, indem sie mit einem
Abstand von ca. 5 mm voneinander beabstandet sind
und dabei die Spule 411 im ATM-Kasten in einer Luf-
tatmosphéare enthalten ist, wahrend der Tréager 431,
an dem der LMS-Magnet 431b befestigt ist, in der un-
ter Vakuum gehaltenen Kammer 101 bewegt werden
kann. Dies wird im Folgenden genauer beschrieben.

[0142] Fig. 9 ist ein Diagramm, das einen Aufbau
darstellt, bei dem die Spule 411 aus Fig. 3 in einem
ATM-Kasten angeordnet ist. Wie Fig. 9 zu entneh-
men ist, ist die Spule 411 in einem ATM-Kasten 411a
angeordnet. In der Kammer 101 ist ein Vorraum aus-
gebildet, um der Spule 411 zu entsprechen, und so-
mit ist die Spule 411 nach auRen gedffnet. Faltenbal-
ge 411b sind ausgebildet, um den Vorraum zu um-
geben, und die Faltenbalge 411b und der ATM-Kas-
ten 411a sind miteinander verbunden. Die Faltenbal-
ge 411b, die ein gefaltetes Rohr andeuten, sind in die-
sem Zusammenhang ausgebildet, um durch die Fal-
ten flexibel zu sein. Die im ATM-Kasten 411a ange-
ordnete Spule 411 kann somit in einer Luftatmospha-
re gehalten werden, wahrend das Innere der Kam-
mer 101 in einem Vakuumzustand gehalten werden
kann. Ein Kabel 411¢c kann mit der Spule 411 in der
Luftatmosphare verbunden sein, und somit kann der
Spule 411 von einer externen Vorrichtung Energie
zugefuhrt werden. An der oberen und unteren Sei-
te der Faltenbalge 411b kdnnen Verstarkungsplat-
ten 411d angeordnet sein, um die Kammer 101 und
den ATM-Kasten 411a stabil miteinander zu verbin-
den. Daruber hinaus kann zwischen den Faltenbal-
gen 411b und dem ATM-Kasten 411 ein Dichtungs-
element 411e, wie beispielsweise O-Ringe, angeord-
net sein, und somit kann die Vakuumsicherheit inner-
halb der Kammer 101 verbessert werden.

[0143] Da der ATM-Kasten 411a durch die Falten-
balge 411b mit der Kammer 101 verbunden ist, kdn-
nen der ATM-Kasten 411a und die darin angeordne-
te Spule 411 in einer festen Position gehalten wer-
den, selbst wenn die Kammer 101 mehrfach kontra-
hiert und expandiert wird, und somit kann ein Ab-
stand zwischen der Spule 411 und dem LMS-Magnet
431b konstant gehalten werden. Da die im ATM-Kas-
ten 411a angeordnete Spule 411 in einer Luftatmo-
sphare gehalten wird, kann der Linearmotor unge-
achtet eventueller Probleme, wie beispielsweise Aus-
gasung, genutzt werden.

[0144] Im Folgenden werden die zweite Forderein-
heit 420 und die Transfereinheit 430 genauer be-
schrieben.

[0145] Wie Fig. 4 weiterhin zu entnehmen ist, be-
wegt die zweite Fordereinheit 420 die elektrostati-
sche Einspannvorrichtung 432, von der das Substrat

14/32



DE 10 2012 222 927 A1

2 in der Entladeeinheit 300 getrennt wurde, und den
Trager 431, der die elektrostatische Einspannvorrich-
tung 432 tragt, zur Ladeeinheit 200 zurtick. Die zwei-
te Fordereinheit 420 umfasst in diesem Zusammen-
hang die Spule 421, die Rollenfihrungen 422 und die
Ladespur 423.

[0146] Die Spule 421, die Rollenfiihrungen 422 und
die Ladespur 423 koénnen insbesondere innerhalb
des unteren Gehduses 103 angeordnet sein. Die
Spule 421 und die Ladespur 423 kénnen an einer
oberen Innenflache des unteren Gehauses 103 ange-
ordnet sein, und die Rollenfiihrungen 422 kénnen an
beiden Innenseiten des unteren Gehauses 103 an-
geordnet sein. Wenngleich in Fig. 4 nicht dargestellt,
kann die Spule 421 wie auch die Spule 411 der ersten
Fordereinheit 410 in einem ATM-Kasten angeordnet
sein.

[0147] Wie die erste Fordereinheit 410 kann auch
die zweite Fordereinheit 410 die Spule 421 umfassen.
Der LMS-Magnet 431b des Hauptbauteils 431a des
Tragers 431 und die Spule 421 werden ebenfalls mit-
einander kombiniert, um eine Betriebseinheit zu bil-
den. In diesem Zusammenhang kann die Betriebsein-
heit ein Linearmotor sein. Der Trager 431 kann durch
den Linearmotor entlang einer zur Richtung des in
Fig. 3 dargestellten Pfeils A entgegengesetzten Rich-
tung bewegt werden.

[0148] Die Rollenfihrungen 422 flhren den Trager
431, damit er sich in eine Richtung bewegt. In die-
sem Zusammenhang sind die Rollenfihrungen 422
ausgebildet, um die Abscheidungseinheit 100 zu pas-
sieren. Insbesondere tragen die Rollenfiihrungen 422
NockenstoRRel 431f (s. Fig. 8), die jeweils an beiden
Seiten des Tragers 431 ausgebildet sind, um den Tra-
ger 431 so zu flhren, dass er sich entlang einer zur
Richtung des in Fig. 3 dargestellten Pfeils A entge-
gengesetzten Richtung bewegt. Dies bedeutet, dass
der Trager 431 bewegt wird, wahrend die an beiden
Seiten des Tragers 431 angeordneten Nockenstolel
431f jeweils entlang der Rollenfliihrungen 422 rotie-
ren. Die Nockenstdf3el 431f dienen in diesem Zusam-
menhang als Lager, die genutzt werden, um einen
bestimmten Vorgang exakt zu wiederholen. Bei einer
Ausfiihrungsform ist eine Mehrzahl der NockenstoRel
431f an einer Seitenflache des Tragers 431 ausge-
bildet und dient dazu, den Trager 431 in die zweite
Fordereinheit 420 zu beférdern. Eine detaillierte Be-
schreibung der NockenstofRel 431f wird hier nicht be-
reitgestellt.

[0149] Die zweite Foérdereinheit 420 wird in einem
Vorgang des Zuriickfiihrens des Tragers 431, von
dem das Substrat 2 getrennt wurde, und nicht in ei-
nem Vorgang des Abscheidens eines organischen
Materials auf dem Substrat 2 genutzt, weshalb ei-
ne Positionsgenauigkeit, wie bei der ersten Fdrde-
reinheit 410, nicht erforderlich ist. Daher wird bei
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der ersten Foérdereinheit 410, die eine hohe Posi-
tionsgenauigkeit erfordert, eine magnetische Lage-
rung angewandt, wodurch eine hohe Positionsgenau-
igkeit erzielt wird, wahrend bei der zweiten Forderein-
heit 420, die eine relativ geringe Positionsgenauig-
keit erfordert, ein herkdbmmliches Rollverfahren ange-
wandt wird, wodurch die Fertigungskosten reduziert
und ein Aufbau des Gerats zur Abscheidung organi-
scher Schichten vereinfacht werden. Wenngleich in
Fig. 4 nicht dargestellt, kann die magnetische Lage-
rung wie in der ersten Férdereinheit 410 auch auf die
zweite Fordereinheit 420 angewandt werden.

[0150] Die Baugruppe zur Abscheidung organischer
Schichten 100-1 des Gerats zur Abscheidung organi-
scher Schichten 1 gemaR der vorliegenden Ausfih-
rungsform kann ferner die Kamera 170 und den Sen-
sor 180 fiir einen Ausrichtungsvorgang umfassen.

[0151] Die Kamera 170 kann eine im Rahmen
135 des Strukturierungsschlitzblatts 130 ausgebilde-
te erste Ausrichtungsmarkierung (nicht dargestellt)
und eine auf dem Substrat 2 ausgebildete zweite
Ausrichtungsmarkierung (nicht dargestellt) in Echt-
zeit ausrichten. In diesem Zusammenhang ist die Ka-
mera 170 angeordnet, um wahrend der Abscheidung
genauer in die unter Vakuum gehaltene Kammer 101
blicken zu kdénnen. Zu diesem Zweck kann die Ka-
mera 170 in einer Kameraanordnungseinheit 171 in
einem atmospharischen Zustand installiert sein. Dies
bedeutet, dass &hnlich wie bei der im ATM-Kasten
angeordneten Spule, die in Fig. 9 dargestellt ist, in
der Kammer 101 ein Vorraum ausgebildet ist, um der
Kamera 170 zu entsprechen, und somit die Kamera
170 nach auBen gedffnet ist, und dass die Kamera-
anordnungseinheit 171 ausgebildet ist, um sich vom
Vorraum zu erstrecken. Die Kamera 170 kann somit
in der Kameraanordnungseinheit 171 in einem atmo-
sphérischen Zustand installiert sein, wahrend das In-
nere der Kammer 101 weiterhin in einem Vakuum-
zustand gehalten werden kann. Dank eines solchen
Aufbaus kdnnen die Kameraanordnungseinheit 171
und die darin angeordnete Kamera 170 in einer fes-
ten Position gehalten werden, selbst wenn die Kam-
mer 101 mehrfach kontrahiert und expandiert wird.
Somit kann die Kamera 170 genauer in die Kammer
101 blicken, die wahrend der Abscheidung unter Va-
kuum gehalten wird.

[0152] Da das Substrat 2 und das Strukturierungs-
schlitzblatt 130 mit einem bestimmten Abstand von-
einander beabstandet sind, missen die Absténde
zum Substrat 2 und zum Strukturierungsschlitzblatt
130, die an unterschiedlichen Positionen angeordnet
sind, beide unter Verwendung der Kamera 170 ge-
messen werden. Hierzu kann die Baugruppe zur Ab-
scheidung organischer Schichten 100-1 des Gerats
zur Abscheidung organischer Schichten 1 den Sen-
sor 180 umfassen. Der Sensor 180 kann in diesem
Zusammenhang ein konfokaler Sensor sein. Der kon-
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fokale Sensor kann ein Messobjekt unter Verwen-
dung von Laserstrahlen, die mit hoher Geschwindig-
keit rotieren, unter Verwendung eines Abtastspiegels
abtasten und einen Abstand zum Objekt unter Ver-
wendung fluoreszierender oder reflektierter Strahlen,
die von den Laserstrahlen emittiert werden, messen.
Der konfokale Sensor kann einen Abstand durch Er-
fassen einer Grenzflache zwischen unterschiedlichen
Medien messen.

[0153] Dies bedeutet, dass der Sensor 180, wie bei-
spielsweise ein konfokaler Sensor, in der Kammer
101 angeordnet und am Substrat 2 positioniert ist.
Der konfokale Sensor kann einen Abstand zu einer
oberen Flache des Substrats 2 durch Erfassen einer
Grenzflache zwischen der oberen Flache des Sub-
strats 2 und einem Raum messen und einen Ab-
stand zu einer Bodenflache des Substrats 2 durch
Erfassen einer Grenzflache zwischen der Bodenfla-
che des Substrats 2 und einem Raum messen. Dar-
Uber hinaus kann der Sensor 180 einen Abstand zu
einer oberen Flache des Strukturierungsschlitzblatts
130 durch Erfassen einer Grenzflache zwischen ei-
nem Raum und dem Strukturierungsschlitzblatt 130
messen. Folglich kann der Sensor 180 durch Mes-
sen eines Abstands zur Bodenflache des Substrats
2 und eines Abstands zur oberen Flache des Struk-
turierungsschlitzblattes 130 einen Abstand zwischen
dem Substrat 2 und dem Strukturierungsschlitzblatt
130 erhalten.

[0154] Da ein Abstand zwischen dem Substrat 2 und
dem Strukturierungsschlitzblatt 130 unter Verwen-
dung der Kamera 170 und des Sensor 180 in Echtzeit
messbar ist, kann das Substrat 2 mit dem Struktu-
rierungsschlitzblatt 130 in Echtzeit ausgerichtet wer-
den, wodurch die Positionsgenauigkeit einer Struktu-
rierung deutlich verbessert werden kann.

[0155] Im Folgenden wird ein Aufbau einer organi-
schen Schicht, die unter Verwendung des vorstehend
beschriebenen Gerats zur Abscheidung organischer
Schichten 1 ausgebildet wurde, genauer beschrie-
ben.

[0156] Fig. 10 ist ein Diagramm, das einen Aufbau
gemal einer Ausfiihrungsform der vorliegenden Er-
findung darstellt, bei dem die Strukturierungsschlit-
ze 131 in gleichen Abstdnden im Strukturierungs-
schlitzblatt 130 des Geréts zur Abscheidung orga-
nischer Schichten 1, das die Abscheidungseinheit
100 aus Fig. 3 umfasst, angeordnet sind. Fig. 11
ist ein Diagramm, das organische Schichten geman
einer Ausflhrungsform der vorliegenden Erfindung
darstellt, die unter Verwendung des Strukturierungs-
schlitzblatts 130 aus Fig. 10 auf dem Substrat 2 aus-
gebildet wurden.

[0157] Fig. 10 und Fig. 11 zeigen das Strukturie-
rungsschlitzblatt 130, bei dem die Strukturierungs-
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schlitze 131 in gleichen Abstdnden angeordnet sind.
Dies bedeutet, dass die Strukturierungsschlitze 131
in Fig. 10 folgende Bedingung erfillen: I, =1, =13 = 1,.

[0158] Bei dieser Ausfiihrungsform ist ein Einfalls-
winkel eines Abscheidungsmaterials, das entlang ei-
ner Mittellinie C eines Abscheidungsraums S ab-
gegeben werden soll, im Wesentlichen rechtwinklig
zum Substrat 2. Somit weist eine organische Schicht
P,, die unter Verwendung des Abscheidungsmateri-
als ausgebildet wurde, das den Strukturierungsschlitz
131a passiert hat, eine maximale GroRe eines Schat-
tens auf, und ein rechtsseitiger Schatten SR, und ein
linksseitiger Schatten SL, sind symmetrisch zueinan-
der ausgebildet.

[0159] Ein kritischer Einfallswinkel 6 des Abschei-
dungsmaterials, das die Strukturierungsschlitze pas-
siert, die von der Mittellinie C des Abscheidungs-
raums S weiter entfernt angeordnet sind, wird stu-
fenweise grofler, und somit betragt der kritische Ein-
fallswinkel 6 des Abscheidungsmaterials, das den
aullersten Strukturierungsschlitz 131e passiert, et-
wa 55°. Dementsprechend trifft das Abscheidungs-
material in einer Neigung relativ zum Strukturierungs-
schlitz 131e auf, und eine organische Schicht Ps, die
unter Verwendung des Abscheidungsmaterials aus-
gebildet wird, das den Strukturierungsschlitz 131e
passiert hat, weist den grof3ten Schatten auf. Insbe-
sondere ist ein linksseitiger Schatten SRy gréfier als
ein rechtsseitiger Schatten SRs.

[0160] Dies bedeutet, dass mit zunehmendem Kkriti-
schem Einfallswinkel 6 des Abscheidungsmaterials
auch die GréRe des Schattens zunimmt. Insbeson-
dere nimmt die Grolke des Schattens an einer Po-
sition, die weiter von der Mittellinie C des Abschei-
dungsraums S entfernt ist, zu. Darliber hinaus nimmt
mit zunehmendem Abstand zwischen der Mittellinie C
des Abscheidungsraum S und den jeweiligen Struk-
turierungsschlitzen der kritische Einfallswinkel 6 des
Abscheidungsmaterials zu. Somit weisen organische
Schichten, die unter Verwendung des Abscheidungs-
materials ausgebildet wurden, das die weiter von der
Mittellinie C des Abscheidungsraums S angeordne-
ten Strukturierungsschlitze passiert, einen gréeren
Schatten auf. Insbesondere ist von den Schatten auf
beiden Seiten der jeweiligen organischen Schichten
derjenige Schatten, der sich an einer Position be-
findet, die weiter von der Mittellinie C des Abschei-
dungsraums S entfernt ist, gréRer als der andere.

[0161] Dies bedeutet, wie Fig. 11 zu entnehmen ist,
dass die organischen Schichten, die linksseitig der
Mittellinie C des Abscheidungsraums S ausgebildet
sind, einen Aufbau aufweisen, bei dem eine linke Hy-
potenuse grofier als eine rechte Hypotenuse ist, und
dass die organischen Schichten, die rechtsseitig der
Mittellinie C des Abscheidungsraums S ausgebildet
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sind, einen Aufbau aufweisen, bei dem eine rechte
Hypotenuse gréfRer als eine linke Hypotenuse ist.

[0162] Aullerdem nimmt bei den organischen
Schichten, die linksseitig der Mittellinie C des Ab-
scheidungsraums S ausgebildet sind, die Léange der
linken Hypotenuse nach links zu. Bei den organi-
schen Schichten, die rechtsseitig der Mittellinie C des
Abscheidungsraums S ausgebildet sind, nimmt die
Lange der rechten Hypotenuse nach rechts zu. Folg-
lich kdnnen die organischen Schichten, die im Ab-
scheidungsraum S ausgebildet sind, beziglich der
Mittellinie C des Abscheidungsraums S symmetrisch
zueinander ausgebildet sein.

[0163] Dieser Aufbau wird im Folgenden genauer
beschrieben.

[0164] Das Abscheidungsmaterial, das einen Struk-
turierungsschlitz 131b passiert, passiert den Struk-
turierungsschlitz 131b in einem kritischen Einfalls-
winkel 6,, und eine organische Schicht P,, die unter
Verwendung des Abscheidungsmaterials ausgebil-
det wurde, das den Strukturierungsschlitz 131b pas-
siert hat, weist einen linksseitigen Schatten mit ei-
ner GroRRe SL, auf. Gleichermallen passiert das Ab-
scheidungsmaterial, das einen Strukturierungsschlitz
131c passiert, den Strukturierungsschlitz 131c¢ in ei-
nem kritischen Einfallswinkel 6;, und eine organi-
sche Schicht P3, die unter Verwendung des Abschei-
dungsmaterials ausgebildet wurde, das den Struktu-
rierungsschlitz 131¢ passiert hat, weist einen links-
seitigen Schatten mit einer GroRe SL; auf. Gleicher-
malen passiert das Abscheidungsmaterial, das ei-
nen Strukturierungsschlitz 131d passiert, den Struk-
turierungsschlitz 131d in einem kritischen Einfalls-
winkel 84, und eine organische Schicht P, die unter
Verwendung des Abscheidungsmaterials ausgebil-
det wurde, das den Strukturierungsschlitz 131d pas-
siert hat, weist einen linksseitigen Schatten mit ei-
ner GroRe SL, auf. Gleichermallen passiert das Ab-
scheidungsmaterial, das den Strukturierungsschlitz
131e passiert, den Strukturierungsschlitz 131e in ei-
nem kritischen Einfallswinkel 8., und eine organi-
sche Schicht P, die unter Verwendung des Abschei-
dungsmaterials ausgebildet wurde, das den Struktu-
rierungsschlitz 131e passiert hat, weist einen links-
seitigen Schatten mit einer Grofie SL; auf.

[0165] In diesem Zusammenhang erflllen die kriti-
schen Einfallswinkel folgende Bedingung: 6, < 6. < 6,
< B, und somit erfillen die GréfRen der Schatten der
organischen Schichten ferner folgende Bedingung:
SL; < SL, < SL; < SL, < SLs.

[0166] Fig. 12 isteine Querschnittsansichteiner Vor-
richtung mit organischer lichtemittierender Anzeige
vom Aktivmatrixtyp gemaf einer Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung, die unter Verwendung
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des Gerats zur Abscheidung organischer Schichten
1 gefertigt wurde.

[0167] Wie Fig. 12 zu entnehmen ist, ist die Vor-
richtung mit organischer lichtemittierender Anzeige
10 vom Aktivmatrixtyp gemaR der vorliegenden Aus-
fuhrungsform auf dem Substrat 50 ausgebildet. Das
Substrat 50 kann aus einem transparenten Material,
wie beispielsweise Glas, Kunststoff oder Metall aus-
gebildet sein. Auf einer Gesamtflache des Substrats
50 ist eine Isolierschicht 51, wie beispielsweise eine
Pufferschicht, ausgebildet.

[0168] Auf der Isolierschicht 51 sind ein Dinn-
schichttransistor (TFT), ein Kondensator, und eine
organische lichtemittierende Diode (OLED) angeord-
net, wie in Fig. 12 dargestellt ist.

[0169] An einer oberen Flache der Isolierschicht 51
ist eine aktive Halbleiterschicht 52 in einer eingestell-
ten oder vorgegebenen Strukturierung ausgebildet.
Eine Gate-Isolierschicht 53 ist ausgebildet, um die
aktive Halbleiterschicht 52 abzudecken. Die aktive
Halbleiterschicht 52 kann ein Halbleitermaterial vom
p-Typ oder vom n-Typ umfassen.

[0170] In einem der aktiven Halbleiterschicht 52 ent-
sprechenden Bereich der Gate-Isolierschicht 53 ist
eine Gate-Elektrode 54 des TFT ausgebildet. Eine
Zwischenschicht-Isolierschicht 55 ist ausgebildet, um
die Gate-Elektrode 54 abzudecken. Die Zwischen-
schicht-Isolierschicht 55 und die Gate-Isolierschicht
53 werden beispielsweise durch Trockenatzen ge-
atzt, um ein Kontaktloch auszubilden, das Teile der
aktiven Halbleiterschicht 52 freilegt.

[0171] Auf der Zwischenschicht-Isolierschicht 55
sind Source-/Drain-Elektroden 56, 57 ausgebildet,
um uber das Kontaktloch mit der aktiven Halbleiter-
schicht 52 in Kontakt zu stehen. Eine Passivierungs-
schicht 58 ist ausgebildet, um die Source-/Drain-
Elektroden 56, 57 abzudecken, und geétzt, um einen
Teil einer der Source-/Drain-Elektroden 57 freizule-
gen. Ferner kann auf der Passivierungsschicht 58 ei-
ne Isolierschicht 59 ausgebildet sein, um die Passi-
vierungsschicht 58 zu planarisieren.

[0172] Darlber hinaus zeigt die OLED eingestellte
oder vorgegebene Bildinformationen an, indem sie
gemal dem Strom rotes, griines oder blaues Licht
emittiert. Die OLED umfasst eine auf der Passivie-
rungsschicht 58 angeordnete erste Elektrode 61. Die
erste Elektrode 61 ist mit der freiliegenden Source-/
Drain-Elektrode 57 des TFT elektrisch verbunden.

[0173] Eine Pixeldefinitionsschicht 60 ist ausgebil-
det, um die erste Elektrode 61 abzudecken. In der Pi-
xeldefinitionsschicht 60 ist eine Offnung ausgebildet,
und in einem durch die Offnung definierten Bereich
ist eine organische Schicht 63 ausgebildet, die ei-
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ne Emissionsschicht (Emission Layer, EML) umfasst.
Auf der organischen Schicht 63 ist eine zweite Elek-
trode 62 ausgebildet.

[0174] Die Pixeldefinitionsschicht 60, die einzelne
Pixel definiert, ist aus einem organischen Material
ausgebildet. Die Pixeldefinitionsschicht 60 planari-
siert ferner die Flache eines Bereichs des Substrats
50, in dem die erste Elektrode 61 ausgebildet ist, und
insbesondere die Flache der Passivierungsschicht
58.

[0175] Die erste Elektrode 61 und die zweite Elek-
trode 62 sind voneinander isoliert und legen jeweils
an der organischen Schicht 63 Spannungen gegen-
séatzlicher Polaritaten an, um die Emission von Licht
zu induzieren.

[0176] Die organische Schicht 63, die eine EML um-
fasst, kann aus einem organischen Material mit ge-
ringer Molekllmasse oder aus einem organischen
Material mit hoher Molekllmasse ausgebildet sein.
Bei Verwendung eines organischen Materials mit ge-
ringer Moleklilmasse kann die organische Schicht
63 einen ein- oder mehrschichtigen Aufbau aufwei-
sen, der eine Locherinjektionsschicht (Hole Injec-
tion Layer, HIL), eine Léchertransportschicht (Hole
Transport Layer, HTL), die EML, eine Elektronen-
transportschicht (Electron Transport Layer, ETL) und/
oder eine Elektroneninjektionsschicht (Electron In-
jection Layer, EIL) umfasst. Beispiele verwendba-
rer organischer Materialien konnen Kupferphthalo-
cyanin (CuPc), N,N'-di(Naphthalen-1-yl)-N,N'-Diphe-
nylbenzidin (NPB) und Aluminum-tris-(8-Hydroxychi-
nolin) (Alg;) umfassen, ohne darauf beschrankt zu
sein.

[0177] Die organische Schicht 63, die eine EML um-
fasst, kann unter Verwendung des Gerats zur Ab-
scheidung organischer Schichten 1, das in Fig. 1 bis
Fig. 10 dargestellt ist, ausgebildet werden. Dies be-
deutet, dass ein Gerat zur Abscheidung organischer
Schichten, umfassend eine Abscheidungsquelle, die
ein Abscheidungsmaterial abgibt, eine Abschei-
dungsquellendiiseneinheit, die auf einer Seite der
Abscheidungsquelle angeordnet ist und eine Mehr-
zahl von darin ausgebildeten Abscheidungsquel-
lendiisen umfasst, und ein Strukturierungsschlitz-
blatt, das der Abscheidungsquellendiseneinheit zu-
gewandt ist und eine Mehrzahl von darin ausgebilde-
ten Strukturierungsschlitzen umfasst, mit einem ein-
gestellten oder vorgegebenen Abstand von einem
Substrat, auf dem das Abscheidungsmaterial abge-
schieden werden soll, beabstandet angeordnet ist.
Dariber hinaus wird das vom Gerat zur Abscheidung
organischer Schichten 1 (s. Fig. 1) abgegebene Ab-
scheidungsmaterial auf dem Substrat 2 abgeschie-
den (s. Fig. 1), wahrend das Gerat zur Abscheidung
organischer Schichten 1 und das Substrat 2 relativ
zueinander bewegt werden.
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[0178] Nachdem die organische Schicht 63 ausge-
bildet wurde, kann die zweite Elektrode 62 durch das-
selbe Abscheidungsverfahren, das zur Ausbildung
der organischen Schicht 63 verwendet wurde, ausge-
bildet werden.

[0179] Die erste Elektrode 61 kann als eine Anode
fungieren und die zweite Elektrode 62 kann als ei-
ne Kathode fungieren. Alternativ kann die erste Elek-
trode 61 als eine Kathode fungieren und die zweite
Elektrode 62 kann als eine Anode fungieren. Die ers-
te Elektrode 61 kann strukturiert sein, um einzelnen
Pixelbereichen zu entsprechen, und die zweite Elek-
trode 62 kann ausgebildet sein, um alle Pixel abzu-
decken.

[0180] Die erste Elektrode 61 kann als eine transpa-
rente Elektrode oder als eine reflektierende Elektrode
ausgebildet sein. Eine entsprechende transparente
Elektrode kann aus Indiumzinnoxid (ITO), Indiumzin-
koxid (1Z0O), Zinkoxid (ZnO) oder Indiumoxid (In,O3)
ausgebildet sein. Eine entsprechende reflektierende
Elektrode kann durch Ausbilden einer reflektierenden
Schicht aus Silber (Ag), Magnesium (Mg), Alumini-
um (Al), Platin (Pt), Palladium (Pd), Gold (Au), Nickel
(Ni), Neodym (Nd), Iridium (Ir), Chrom (Cr) oder ei-
ner Mischung derselben und durch Ausbilden einer
Schicht aus ITO, 1Z0O, ZnO, oder In,O5 auf der reflek-
tierenden Schicht ausgebildet sein. Die erste Elektro-
de 61 kann durch Ausbilden einer Schicht, beispiels-
weise durch Sputtern, und anschlieRendes Struktu-
rieren der Schicht, beispielsweise durch Photolitho-
graphie, ausgebildet sein.

[0181] Die zweite Elektrode 62 kann ebenfalls als
eine transparente Elektrode oder eine reflektierende
Elektrode ausgebildet sein. Wenn die zweite Elektro-
de 62 als eine transparente Elektrode ausgebildet ist,
wird die zweite Elektrode 62 als eine Kathode ver-
wendet. Zu diesem Zweck kann eine entsprechen-
de transparente Elektrode durch Abscheiden eines
Metalls mit einer geringen Austrittsarbeit, wie Lithium
(Li), Calcium (Ca), Lithiumfluorid/Calcium (LiF/Ca),
Lithiumfluorid/Aluminium (LiF/Al), Aluminium (Al), Sil-
ber (Ag), Magnesium (Mg) oder einer Mischung der-
selben, auf einer Flache der organischen Schicht 63
und Ausbilden einer Hilfselektrodenschicht oder ei-
ner Buselektrodenleitung aus ITO, 1Z0, Zn0O, In,04
0. &. ausgebildet sein. Wenn die zweite Elektrode 62
als eine reflektierende Elektrode ausgebildet ist, kann
die reflektierende Schicht durch Abscheiden von Li,
Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Ag, Mg oder einer Mischung
derselben auf der gesamten Flache der organischen
Schicht 63 ausgebildet sein. Die zweite Elektrode 62
kann unter Verwendung desselben Abscheidungs-
verfahrens, das zur Ausbildung der vorstehend be-
schriebenen organischen Schicht 63 verwendet wur-
de, ausgebildet werden.
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[0182] Das Gerat zur Abscheidung organischer
Schichten gemal den vorstehend beschriebenen
Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung kann
angewandt werden, um eine organische Schicht oder
eine anorganische Schicht eines organischen TFT
auszubilden und um Schichten aus verschiedenen
Materialien auszubilden.

[0183] Wie vorstehend beschrieben, stellen die ei-
ne oder mehreren Ausfuhrungsformen der vorliegen-
den Erfindung Gerate zur Abscheidung organischer
Schichten, die zur Verwendung in der Massenferti-
gung eines grolen Substrats geeignet sind und ei-
ne hochauflésende Strukturierung erméglichen, Ver-
fahren zur Fertigung von Vorrichtung mit organischer
lichtemittierender Anzeige unter Verwendung dersel-
ben und unter Verwendung des Verfahrens gefer-
tigte Vorrichtungen mit organischer lichtemittieren-
der Anzeige bereit. Wenngleich nur einige Ausfiih-
rungsformen der vorliegenden Erfindung gezeigt und
beschrieben wurden, wird der Fachmann erkennen,
dass an dieser Ausfiihrungsform Anderungen vorge-
nommen werden kdnnen, ohne von den Grundsatzen
der Erfindung, deren Umfang in den Anspriichen und
deren Entsprechungen definiert ist, abzuweichen.

Patentanspriiche

1. Geréat zur Abscheidung organischer Schichten
(1), umfassend:
eine Fordereinheit (400), umfassend eine Transfer-
einheit (430) zum Befestigen eines Substrats (2), die
ausgestaltet ist, um sich mit dem Substrat (2) zu be-
wegen, eine erste Fordereinheit (410) zum Bewegen
der Transfereinheit (430), an der das Substrat (2) be-
festigtist, in eine erste Richtung, und eine zweite For-
dereinheit (420) zum Bewegen der Transfereinheit
(430), von der das Substrat (2) nach dem Abschluss
des Abscheidens getrennt wurde, in eine zur ersten
Richtung entgegengesetzte Richtung;
eine Ladeeinheit (200) zum Befestigen des Substrats
(2) an der Transfereinheit (430);
eine Abscheidungseinheit (100), umfassend eine
Kammer (101), die in einem Vakuumzustand gehal-
ten wird, und eine Baugruppe zur Abscheidung orga-
nischer Schichten (100-1...100-11) zum Abscheiden
einer organischen Schicht auf dem Substrat (2), das
an der Transfereinheit (430) befestigt ist und aus der
Ladeeinheit (200) transferiert wird; und
eine Entladeeinheit (300) zum Trennen des Substrats
(2), auf dem wahrend des Passierens der Abschei-
dungseinheit (100) die Abscheidung abgeschlossen
wurde, von der Transfereinheit (430),
wobei die Transfereinheit (430) ausgestaltet ist, um
sich zyklisch zwischen der ersten Foérdereinheit (410)
und der zweiten Férdereinheit (430) zu bewegen, und
wobei das an der Transfereinheit (430) befestigte
Substrat (2) ausgestaltet ist, um mit einem eingestell-
ten Abstand von der Baugruppe zur Abscheidung or-
ganischer Schichten (100-1...100-11) beabstandet zu
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sein, wahrend es von der ersten Fdrdereinheit (410)
transferiert wird.

2. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 1, wobei die erste Férdereinheit und
die zweite Fordereinheit ausgestaltet sind, um die Ab-
scheidungseinheit zu passieren.

3. Verfahren zum Fertigen einer Vorrichtung mit or-
ganischer lichtemittierender Anzeige unter Verwen-
dung eines Gerats zur Abscheidung organischer
Schichten (100) zum Ausbilden einer organischen
Schicht auf einem Substrat, umfassend folgende
Schritte:

Befestigen des Substrats (2) an einer Transfereinheit
(430) in einer Ladeeinheit (200);

Beférdern der Transfereinheit (430), an der das Sub-
strat (2) befestigt ist, in eine Kammer (101) unter Ver-
wendung einer ersten Fordereinheit (430), die instal-
liert ist, um die Kammer (101) zu passieren;
Ausbilden einer organischen Schicht durch Abschei-
den eines Abscheidungsmaterials, das von einer
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schich-
ten (100-1...100-11) abgegeben wird, auf dem Sub-
strat (2), wahrend das Substrat (2) relativ zu der
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schich-
ten (100-1...100-11) bewegt wird, wobei die Bau-
gruppe zur Abscheidung organischer Schichten
(100-1...100-11) in der Kammer (101) mit einem vor-
gegebenen Abstand vom Substrat (2) beabstandet
ist;

Trennen des Substrats (2), auf dem das Abscheiden
abgeschlossen wurde, von der Transfereinheit (430)
in einer Entladeeinheit (400); und

Beftrdern der Transfereinheit (430), von der das Sub-
strat (2) getrennt wurde, zur Ladeeinheit (200) unter
Verwendung einer zweiten Fordereinheit (420), die
installiert ist, um die Kammer (101) zu passieren.

4. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 1 oder 2 oder Verfahren nach An-
spruch 3, wobei die erste Fordereinheit und die zwei-
te Férdereinheit jeweils Uber- bzw. untereinander par-
allel zueinander angeordnet sind.

5. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 1, wobei eine Mehrzahl der Abschei-
dungseinheiten (100) parallel zueinander angeord-
net ist, wobei zwischen zwei benachbarten Abschei-
dungseinheiten der Mehrzahl der Abscheidungsein-
heiten eine Strukturierungsschlitzblattaustauschein-
heit (500) angeordnet ist und wobei ein Strukturie-
rungsschlitzblatt (130) der beiden benachbarten Ab-
scheidungseinheiten ausgestaltet ist, um in die ei-
ne Strukturierungsschlitzblattaustauscheinheit (500)
eingefiihrt und aus dieser herausgefihrt zu werden.

6. Gerat zur Abscheidung organischer Schich-
ten nach Anspruch 1 oder Verfahren nach An-
spruch 3, wobei die Baugruppe zur Abscheidung or-
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ganischer Schichten Folgendes umfasst: eine Ab-
scheidungsquelle (110, 110") zum Abgeben ei-
nes Abscheidungsmaterials; eine Abscheidungsquel-
lendliseneinheit (120) auf einer Seite der Abschei-
dungsquelle (100, 110", die eine Mehrzahl von
Abscheidungsquellendisen (121) umfasst; und ein
Strukturierungsschlitzblatt (130), das der Abschei-
dungsquellendiiseneinheit (120) zugewandt ist und
eine Mehrzahl von Strukturierungsschlitzen (131)
umfasst, die entlang einer Richtung angeordnet sind,
und wobei das von der Abscheidungsquelle (110)
abgegebene Abscheidungsmaterial das Strukturie-
rungsschlitzblatt (130) passiert, um in einer bestimm-
ten Strukturierung auf dem Substrat (2) abgeschie-
den zu werden.

7. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 6, wobei das Strukturierungsschlitz-
blatt der Baugruppe zur Abscheidung organischer
Schichten zumindest in der ersten Richtung und/oder
in einer rechtwinklig zur ersten Richtung verlaufen-
den zweiten Richtung kleiner als das Substrat ausge-
bildet ist.

8. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 6 oder 7, wobei das Gerat zur Ab-
scheidung organischer Schichten eine Mehrzahl der
Baugruppen zur Abscheidung organischer Schich-
ten (100-1...100-11) umfasst, und wobei jeweilige Ab-
scheidungsquellen der Mehrzahl der Baugruppen zur
Abscheidung organischer Schichten unterschiedliche
Abscheidungsmaterialien umfassen.

9. Gerat zur Abscheidung organischer Schich-
ten nach einem der Anspriiche 6 bis 8, wobei je-
weilige Abscheidungsmaterialien der Baugruppe zur
Abscheidung organischer Schichten sequenziell auf
dem Substrat abgeschieden werden, wahrend das
Substrat relativ zum Gerat zur Abscheidung organi-
scher Schichten bewegt wird.

10. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach einem der Anspriiche 6 bis 9, wobei das Ge-
rat zur Abscheidung organischer Schichten und das
Substrat entlang einer Flache, die parallel zu einer
Flache des Substrats ist, auf dem das Abscheidungs-
material abgeschieden wird, relativ zueinander be-
wegt werden.

11. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach einem der Anspriiche 6 bis 10, wobei die Trans-
fereinheit (430) einen Trager (431), der ausgestaltet
ist, um von der ersten Fordereinheit (410) und der
zweiten Fordereinheit (420) bewegt zu werden, und
eine elektrostatische Einspannvorrichtung (432), die
fest mit dem Trager (431) verbunden ist, um das Sub-
strat (2) zu befestigen, umfasst.

12. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 11, wobei sich an einer Flache des
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Tragers (431) eine Magnetschiene (431b) befindet,
jede der ersten Fordereinheit (410) und der zweiten
Foérdereinheit (420) eine Mehrzahl von Spulen um-
fasst, wobei die Magnetschiene (431b) und die Mehr-
zahl von Spulen (411) miteinander kombiniert wer-
den, um eine Betriebseinheit zum Generieren einer
Antriebskraft zum Bewegen der Transfereinheit (430)
zu bilden.

13. Gerat zur Abscheidung organischer Schich-
ten nach Anspruch 12, wobei die erste Fordereinheit
(410) Fuhrungselemente (412) umfasst, die jeweils
eine Aufnahmenut (412d) umfassen, wobei die jewei-
ligen Aufnahmenuten (412d) ausgestaltet sind, um
beide Seiten der Transfereinheit (430) aufzunehmen,
um die Transfereinheit (430) so zu fihren, dass sie
sich in die erste Richtung bewegt; und ein Magnet-
lager (413, 414) ausgestaltet ist, um die Transferein-
heit (430) relativ zu den Aufnahmenuten so zu lagern,
dass sich die Transfereinheit (430) bewegt, ohne mit
den Aufnahmenuten in Kontakt zu kommen.

14. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 13, wobei das Magnetlager (413, 414)
seitliche Magnetlager (414), die an beiden Seitenfla-
chen des Tragers angeordnet sind, und obere Ma-
gnetlager, die Uber dem Trager angeordnet sind, um-
fasst.

15. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 13 oder 14, wobei die erste Férder-
einheit (430) ferner einen Spaltsensor (415, 416) zum
Messen eines Abstands zwischen dem Fuhrungsele-
ment (412) und dem Trager (431) umfasst.

16. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach einem der Anspriiche 12 bis 15, wobei die Mehr-
zahl von Spulen (11) in einem Atmospharenkasten
(ATM-Kasten) (411a) ausgebildet ist.

17. Gerat zur Abscheidung organischer Schich-
ten nach Anspruch 16, wobei der ATM-Kasten (411a)
durch Faltenbalge (411b) mit der Kammer (101) ver-
bunden ist.

18. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach einem der Anspriiche 12 bis 17, wobei an bei-
den Seitenflachen des Tragers (431) ein Nockensto-
Rel (431f) angeordnet ist, die zweite Fordereinheit
(420) eine Rollenfihrung (422) umfasst, um den No-
ckenstolel (431f) zu tragen, wobei der Nockenstéel
(431f) des Tragers (431) ausgestaltet ist, um entlang
der Rollenfiihrung (422) bewegt zu werden.

19. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach einem der Anspriiche 11 bis 18, wobeiim Trager
(431) ein Modul zur beriihrungslosen Energieversor-
gung (Contactless Power Supply, CPS)(431c) aus-
gebildet ist und in einem Abschnitt der zweiten Foérde-
reinheit (420), der dem CPS-Modul (431¢) entspricht,
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eine Ladespur (423) angeordnet ist, wobei, wenn der
Trager (431) in die zweite Fordereinheit (420) trans-
feriert wird, zwischen der Ladespur (423) und dem
CPS-Modul (431c) ein Magnetfeld ausgebildet wird,
um dem CPS-Modul (431c) in einer beriihrungsfreien
Weise Energie bereitzustellen.

20. Gerat zur Abscheidung organischer Schich-
ten nach einem der Anspriiche 6 bis 19, wobei die
Kammer (101) ferner ein oberes Gehause (104) zum
Aufnehmen der ersten Fordereinheit (410) und der
Baugruppe zur Abscheidung organischer Schichten
(100-1...100-11) und ein unteres Gehause (103) zum
Aufnehmen der zweiten Fordereinheit (420) umfasst.

21. Gerat zur Abscheidung organischer Schich-
ten nach Anspruch 20, wobei im oberen Gehause
(104) die Abscheidungsquelle (110) und eine Ab-
scheidungsquellendise ausgebildet sind und wobei
eine erste Stufe (150) zum Transferieren des Struk-
turierungsschlitzblatts (130) in die erste Richtung und
eine rechtwinklig zur ersten Richtung verlaufende
zweite Richtung, eine zweite Stufe (160) zum Trans-
ferieren des Strukturierungsschlitzblatts (130) in eine
jeweils rechtwinklig zur ersten und zweiten Richtung
verlaufende dritte Richtung und das Strukturierungs-
schlitzblatt (130) sequenziell auf der Abscheidungs-
quelle (110) und der Abscheidungsquellendiise ge-
stapelt sind.

22. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 21, wobei das Strukturierungsschlitz-
blatt und das Substrat ausgestaltet sind, um durch die
Bewegung der ersten Stufe und der zweiten Stufe zu-
einander ausgerichtet zu werden.

23. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach einem der Anspriiche 6 bis 22, ferner umfas-
send ein Abschirmelement (140), das zwischen der
Abscheidungsquelle (110) und dem Strukturierungs-
schlitzblatt (130) angeordnet ist, wobei das Abschirm-
element (140) ausgestaltet ist, um sich mit dem Sub-
strat (2) zu bewegen, um zumindest einen Abschnitt
des Substrats (2) abzuschirmen.

24. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 23, wobei das Abschirmelement aus-
gebildet ist, um einen nichtschichtbildenden Bereich
des Substrats abzuschirmen.

25. Gerét zur Abscheidung organischer Schich-
ten nach einem der Anspriiche 6 bis 24, wobei das
Strukturierungsschlitzblatt (130) eine erste Ausrich-
tungsmarkierung umfasst, das Substrat (2) eine zwei-
te Ausrichtungsmarkierung umfasst und die Abschei-
dungseinheit (100) ferner eine Kamera (170) um-
fasst, die ausgestaltet ist, um die erste Ausrichtungs-
markierung und die zweite Ausrichtungsmarkierung
aufzunehmen, um eine relative Position des Sub-

2013.12.24

strats (2) relativ zum Strukturierungsschlitzblatt (130)
zu ermitteln.

26. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach einem der Ansprliche 6 bis 25, wobei die Ab-
scheidungseinheit (100) ferner einen Sensor (180)
zum Messen eines Abstands zwischen dem Substrat
(2) und dem Strukturierungsschlitzblatt (130) umfasst
und wobei sich der Sensor (180) am Substrat (2) be-
findet und ausgestaltet ist, um eine Flache des Sub-
strats (2) und eine Flache des Strukturierungsschlitz-
blatts (130) zu erfassen, um einen Abstand zwischen
dem Substrat (2) und dem Strukturierungsschlitzblatt
(130) zu messen.

27. Gerat zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 26, wobei der Sensor ein konfokaler
Sensor ist.

28. Verfahren nach Anspruch 3 oder 6, wobei die
Kammer eine Mehrzahl der Baugruppen zur Abschei-
dung organischer Schichten (100-1...100-11) umfasst
und wobei die Abscheidung sequenziell unter Ver-
wendung jeder der Mehrzahl der Baugruppen zur
Abscheidung organischer Schichten (100-1...100-11)
auf dem Substrat (2) ausgefiihrt wird.

29. Verfahren nach Anspruch 3, 6 oder 28, wo-
bei die Transfereinheit zyklisch zwischen der ersten
Fordereinheit und der zweiten Fdérdereinheit bewegt
wird.

30. Verfahren nach Anspruch 3, 6, 28 oder 29,
wobei die Transfereinheit in die Kammer transferiert
wird, ohne mit der ersten Férdereinheit in Kontakt zu
kommen.

31. Verfahren nach Anspruch 3, 6, 28, 29 oder
30, wobei das Ausbilden das gleichzeitige Abschei-
den jeweiliger Abscheidungsmaterialien, die von ei-
ner Mehrzahl der Baugruppen zur Abscheidung orga-
nischer Schichten abgegeben wurden, auf dem Sub-
strat umfasst.

32. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Struktu-
rierungsschlitzblatt der Baugruppe zur Abscheidung
organischer Schichten zumindest in der ersten Rich-
tung und/oder in einer rechtwinklig zur ersten Rich-
tung verlaufenden zweiten Richtung kleiner als das
Substrat ausgebildet ist.

33. Vorrichtung mit organischer lichtemittierender
Anzeige (10), umfassend:
ein Substrat (2);
einen Dunnschichttransistor auf dem Substrat, um-
fassend eine aktive Halbleiterschicht (52), eine von
der aktiven Halbleiterschicht (52) isolierte Gate-Elek-
trode (54) und Source- und Drain-Elektroden (56, 57),
die jeweils mit der aktiven Halbleiterschicht (52) in
Kontakt stehen;
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eine Mehrzahl von Pixelelektroden (61, 62) auf dem
Dinnschichttransistor;

eine Mehrzahl organischer Schichten (P1, P2, P3,
P4, P5) auf der Mehrzahl der Pixelelektroden (61,
62); und

eine auf der Mehrzahl organischer
(P1...P5) angeordnete Gegenelektrode,
wobei eine Lange einer Hypotenuse zumindest ei-
ner (P5) der Mehrzahl organischer Schichten auf dem
Substrat, die weiter von einer Mitte des Abschei-
dungsbereichs entfernt angeordnet ist, gréRer ist als
Langen von Hypotenusen der anderen organischen
Schichten (P1, P2, P3, P4), die ndher zur Mitte des
Abscheidungsbereichs angeordnet sind, und

wobei die zumindest eine (P5) der Mehrzahl organi-
scher Schichten auf dem Substrat eine linear struk-
turierte organische Schicht ist, die unter Verwendung
des Gerats zur Abscheidung organischer Schichten
nach Anspruch 1 ausgebildet wurde.

Schichten

34. Vorrichtung mit organischer lichtemittierender
Anzeige nach Anspruch 33, wobei das Substrat eine
GréRe von 40 Inch oder mehr aufweist.

35. Vorrichtung mit organischer lichtemittierender
Anzeige nach Anspruch 33 oder 34, wobei die Mehr-
zahl organischer Schichten (P1...P5) zumindest eine
Emissionsschicht (63) umfasst.

36. Vorrichtung mit organischer lichtemittierender
Anzeige nach einem der Anspriiche 33-35, wobei die
Mehrzahl organischer Schichten eine uneinheitliche
Dicke aufweist.

37. Vorrichtung mit organischer lichtemittierender
Anzeige nach einem der Anspruiche 33-36, wobei bei
jeder der organischen Schichten, die weiter von der
Mitte des Abscheidungsbereichs entfernt ausgebildet
sind, eine Hypotenuse, die weiter von der Mitte des
Abscheidungsbereichs entfernt ist, groRer als die an-
dere Hypotenuse ist.

38. Vorrichtung mit organischer lichtemittierender
Anzeige nach einem der Anspriiche 33-37, wobei, je
weiter eine aus der Mehrzahl organischer Schichten
im Abscheidungsbereich von der Mitte des Abschei-
dungsbereichs entfernt ist, umso enger ein Uberlap-
pungsbereich zweier Seiten der einen aus der Mehr-
zahl organischer Schichten ausgebildet ist.

39. Vorrichtung mit organischer lichtemittierender
Anzeige nach einem der Anspriiche 33-38, wobei Hy-
potenusen der organischen Schicht, die an der Mitte
des Abscheidungsbereichs angeordnet sind, im We-
sentlichen dieselbe Lange aufweisen.

40. Vorrichtung mit organischer lichtemittierender
Anzeige nach einem der Anspriiche 33-39, wobei die
Mehrzahl organischer Schichten im Abscheidungs-
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bereich beziglich der Mitte des Abscheidungsbe-
reichs symmetrisch angeordnet ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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